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本文档涉及到“硅微波晶体管”，“硅微波单片集成电路”和“微波砷化镓(GaAs)器件”的内容。 
 

注意  砷化镓(GaAs)产品 
本产品使用砷化镓(GaAs)。 
吸入或咽下 GaAs 蒸汽和粉末对人体健康有害，因此请遵守以下几点。 

• 按照相关法律和条例处理本产品。如果没有适用的法律和/或条例，请根据以下建议处理本产品。 

1. 委托一家能够收集、运输和处理含砷材料及其他此类工业废料的处理公司（持相关执照）。 

2. 将本产品与一般工业废物和生活垃圾分开，确保其在得到最终处理之前受到监管（作为受特别管

制的工业废弃物品）。 

• 请勿焚烧、销毁、切割、粉碎本产品或对其进行化学溶解。 

• 请勿舔食本产品或以任何方式使其进入口中。 

 
注意 尽管本器件的设计极为坚固，但仍可能受到 ESD（静电放电）的影响而损坏。必须始终对本器件实施 ESD

保护。静电很容易在人体或设备上产生数千伏的电位，并在未受到检测的情况下放电。必须采取行业标准

相应的 ESD 防范措施。 
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1. 产品树形图 

产品系列如下面的树形图表所示。 

 

(1) 硅/锗化硅(SiGe)器件产品 
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(2) 砷化镓(GaAs)器件产品 

 

 
 

 



 7

2. 射频和微波器件特性图 

2.1 预分频器 
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2.2 3 V宽带放大器 
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2.3 5 V宽带放大器 
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2.4 开关 
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2.5  适用 1.5 GHz/2.4 GHz/5.8 GHz 用途的低噪声放大器(LNA)器件 

(1) 1.5 GHz 用途 

 

 
 

(2) 2.4 GHz 用途 
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(3) 5.8 GHz 用途 
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2.6 硅LD MOS FET/SiGe HBT 

 

 
 

2.7 NE55x硅LD MOS FET 
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3. 产品列表 

3.1 IC 

3.1.1 AGC放大器  

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 

  电压 电流 频率 GMAX GCR NF 其他 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (MHz) (dB) @f (MHz) (dB) @f (MHz) 性能 

封装 

符号 

PC3217GV CATV 调谐器， 

视频放大器， 

AGC 放大器 

5 23 10-100 53 45 53 45 6.5 45 IM3 = 50 dBc 8SSOP

PC3218GV CATV 调谐器， 

视频放大器， 

AGC 放大器 

5 23 10-100 63 45 53 45 3.5 45 IM3 = 50 dBc 8SSOP

PC3219GV CATV 调谐器， 

视频放大器， 

AGC 放大器 

5 36.5 10-100 42.5 45 42.5 45 9.0 45 IM3 = 58 dBc 8SSOP

PC3221GV CATV 调谐器， 

视频放大器， 

AGC 放大器 

5 33 10-100 60 45 50 45 4.2 45 IM3 = 56 dBc 8SSOP

PC3231GV CATV 调谐器， 

视频放大器， 

AGC 放大器 

5 36 10-100 65 45 61 45 5.0 45 IM3 = 53.5 dBc 8SSOP

PC3234GV 数字 CATV， 

数字地面电视， 

电缆调制解调器，

AGC 放大器 

5 28.5 30-100 63 45 58.5 45 4.0 45 IM3 = 54.0 dBc 8SSOP

PC3243T7A AGC 放大器， 

视频放大器， 

下变频器 

3.3 85 
(睡眠时 

< 10 A) 

50-300 CG: 78

(带 SAW 滤

波器的损

失) 

80 60 80 7.6 80 IM3 = 59 dBc 28QFN 
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3.1.2 下变频器 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 

  电压 电流 频率 CG 其他性能 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (MHz)  

封装 

符号 

PC2756TB GPS，下变频器 3 6 100-2 000 14 900 NF = 10 dB, PO = 8 dBm@f = 900 MHz 6SMM 

PC2757TB 移动通讯，下变频器 3 5.6 100-2 000 15 800 OIP3 = +5 dBm @f = 800 MHz 6SMM 

PC2758TB 移动通讯，下变频器 3 11 100-2 000 19 800 OIP3 = +11 dBm@f = 800 MHz 6SMM 

PC3220GR CATV 调谐器， 

视频放大器，下变频器 

5 42 30-250 33.0 84 GCR = 45.5 dB, IIP3 = +1 dBm,  

VO = 3.7 Vp-p (ZL = 1 k) 

16SSOP

PC3228T5S CATV 调谐器， 

视频放大器，下变频器 

5 85 20-800 28 80 GCR = 70 dB, IM3 = 57 dBc,  

NF = 8.3 dB 

32QFN 

PC3243T7A AGC 放大器，视频放大器，

下变频器 

3.3 85 
(睡眠时 

< 10 A)

50-300 78 

(带 SAW 滤

波器的损

失) 

80 GCR = 60 dB, IM3 = 59 dBc,  

NF = 7.6 dB 

28QFN 

PC8112TB 移动通讯，下变频器 3 8.5 800-2 000 13 1 900 IIP3 = 7 dBm@fRFin = 1 900 MHz 6SMM 

 

3.1.3 预分频器 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 性能 符号 

  (V) (mA) (MHz)   

PB1507GV DBS 调谐器，3 GHz，64，128，256， 

预分频器 

5 19 500-3 000 1/256, 1/128, 1/64, VO = 1.6 Vp-p 8SSOP 

PB1508GV DBS 调谐器，3 GHz，2，预分频器 5 12 500-3 000 1/2, PO = 7 dBm 8SSOP 

PB1509GV 移动通讯，1 GHz，2，4，8，预分频器 3 5 50-1 000@1/8 1/2, 1/4, 1/8, VO = 0.3 Vp-p 8SSOP 

PB1510GV DBS 调谐器，3 GHz，4，预分频器 5 14 500-3 000 1/4, PO = 7 dBm 8SSOP 
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3.1.4 开关 

 (1/3) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 Lins ISL Pin (0.1 dB) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz) (dBm) @f (GHz)  

PD5713TK 移动通讯，一般，单线控

制，SPDT 开关 

2.8 0.0001 50-2 500 0.6 1 32.5 1 17 1 6L2MM 

(1511) 

PD5731T6M 移动通讯， 

宽带 SP4T 开关 

2.8/0 0.00001 10-2 500 1.0 1 35 1 17 1 12TSQFN

PD5738T6N 移动通讯， 

宽带 DPDT 开关 

2.8/0 0.00001 10-2 500 0.8 1.0 22 1.0 +15 1.0 6TSON

PG2009TB 移动通讯，N-CDMA， 

W-CDMA，双线控制，

SPDT 开关 

2.8 0.001 500-2 500 0.25 1 28 1 34 1 6SMM 

PG2010TB 移动通讯，N-CDMA， 

W-CDMA，单线控制, 

SPDT 开关 

2.8 0.05 500-2 500 0.25 1 28 1 33 1 6SMM 

PG2012TB 移动通讯，单线控制, 

SPDT 开关 

2.8 0.05 500-2 500 0.3 2.0 28 2.0 20.5 2.0 6SMM 

PG2012TK 移动通讯，单线控制, 

SPDT 开关 

2.8 0.05 500-2 500 0.3 2.0 30 2.0 20.5 2.0 6L2MM 

(1511) 

PG2015TB 移动通讯，单线控制, 

SPDT 开关 

2.8 0.004 500-2 500 0.3 2.0 27 2.0 27 2.0 6SMM 

PG2030TK 移动通讯，双线控制，

SPDT 开关 

2.8 0.004 500-2 500 0.3 2.0 27 2.0 27 2.0 6L2MM 

(1511) 

PG2150T5L 2.4 GHz 无线 LAN， 2.85 0.05 500-2 500 0.5 2.5 35 2.5 Pin (1 dB) = 31 2.5 12TSQFN

 Bluetooth®，SP3T 开关    0.6 2.5 18 2.5 Pin (1 dB) = 25 2.5  

PG2155TB 双线控制， 

GaAs SPDT 开关 

2.6/0 0.0005 900 0.35 1 24 1 37.5 1.8 6SMM 

PG2156TB 单线控制，SPDT 开关 2.6/0 0.04 1 000 0.45 1 23 1 37 1 6SMM 

PG2159T6R 移动通讯，双线控制，

GaAs SPDT 开关 

1.8-3.3 0.0002 50-3 000 0.23 2.0 27 2.0 +22 2.0 6TSSON

PG2162T5N 2.4 GHz 无线 LAN， 2.8-5.0 0.0001 2 400-2 500, 0.60 2.5 30 2.5 +31 2.5 6TSON

 5 GHz 无线 LAN， 

DPDT 开关 

  4 900-6 000 0.85 6.0 27 6.0 +29 6.0  

PG2163T5N 2.4 GHz 无线 LAN，  2.8-5.0 0.0001 2 400-2 500, 0.40 2.5 38 2.5 +31 2.5 6TSON

 5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

  4 900-6 000 0.50 6.0 30 6.0 +29 6.0  

PG2164T5N 2.4 GHz 无线 LAN， 2.8-5.0 0.0001 2 400-2 500, 0.50 2.5 25 2.5 +31 2.5 6TSON

 5 GHz 无线 LAN， 

DPDT 开关 

  4 900-6 000 0.70 6.0 17 6.0 +29 6.0  

PG2176T5N WiMAX，2.4 GHz 无线 2.5-5.0 0.016 2 300-2 700, 0.45 2.5 27 2.5 +37 2.5 6TSON

 LAN，5 GHz 无线 LAN，

双线控制，High Power 

SPDT 开关 

  3 300-3 800,

4 900-5 850

0.70 5.85 21 5.85 +37 5.85  

PG2179TB 移动通讯，双线控制，

SPDT 开关 

2.8 0.004 50-2 500 0.30 2.0 27 2.0 +29 2.0 6SMM 

PG2181T5R WiMAX，三线控制， 

High Power DP4T 开关 

2.8-3.2 0.6 2 300-2 700, 

3 300-3 800

0.8 2.5 25 2.5 Pin (1 dB) = +40 

(Tx) 

2.5 20RQFN
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 (2/3) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 Lins ISL Pin (0.1 dB) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz) (dBm) @f (GHz)  

PG2183T6C 移动通讯，SP4T 开关 3 0.55 500-2 500 0.4 1.0 24 1.0 +37.5 0.9 16QFN 

(T6C) 

PG2185T6R 2.4 GHz 无线 LAN，  2.8-3.3 0.0001 2 400-2 500, 0.40 2.5 26 2.5 +29 2.5 6TSSON

 5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

  4 900-6 000 0.50 6.0 25 6.0 +29 6.0  

824-915 0.4 (GSM_LB

_TX) 

PG2193T6E 移动通讯，GSM+W-

CDMA SP8T 开关 

2.5-3.0 - 

1 710-1 910 0.6 (GSM_HB

_TX) 

- - - - 20TQFN

PG2214TB 移动通讯，双线控制，

SPDT 开关 

1.8-5.3 0.004 50-3 000 0.30 2.0 27 2.0 Pin (1 dB) = +27 2.0 6SMM 

PG2214TK 移动通讯，双线控制，

SPDT 开关 

1.8-5.3 0.004 50-3 000 0.30 2.0 27 2.0 Pin (1 dB) = +27 2.0 6L2MM 

(1511) 

PG2404T6Q 移动通讯， 

NFC，SP3T 开关 

2.8 0.001 10-2 000 0.45 1.0 26 1.0 +33 1.0 10TSSON

PG2405T6Q 移动通讯， 

NFC，SP3T 开关 

2.8 0.0002 500-2 500 0.45 1.0 28 1.0 +31 1.0 10TSSON

PG2406T6R 双线控制， 

GaAs SPDT 开关 

1.8-3.3/0 0.0002 10-3 000 0.4 1.0 27 1.0 +29 1.0 6TSSON

PG2406TB 双线控制， 

GaAs SPDT 开关 

1.8-5.3/0 0.0002 10-3 000 0.4 1.0 27 1.0 +29 1.0 6SMM 

PG2406TK 双线控制， 

GaAs SPDT 开关 

1.8-5.3/0 0.0002 10-3 000 0.4 1.0 27 1.0 +29 1.0 6L2MM 

(1511) 

PG2408TB 移动通讯，双线控制，

SPDT 开关 

2.5-5.3 0.0003 50-3 000 0.5 2.5 18 2.5 Pin (1 dB) = +30 2.5 6SMM 

PG2408TK 移动通讯，双线控制，

SPDT 开关 

2.5-5.3 0.0003 50-3 000 0.5 2.5 18 2.5 Pin (1 dB) = +30 2.5 6L2MM 

(1511) 

PG2409T6X WiMAX，双线控制， 

High Power SPDT 开关 

2.7-3.3 0.0001 500-6 000 0.45 2.5 30 2.5 +36 2.5 6TSON

PG2409TB WiMAX，双线控制， 

High Power SPDT 开关 

2.7-5.3 0.0001 500-3 800 0.45 2.5 26 2.5 +35 2.5 6SMM 

0.50 2.5 25 2.5 +28 2.5 PG2411T6R 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

1.8-3.6 0.0001 1 000-8 000

0.60 6.0 25 6.0 +28 6.0 

6TSSON

0.6 2.5 25 2.5 PG2411T7C 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

2.8-3.3 0.0001 2 000-6 000

0.7 6.0 25 6.0 

Pin (1 dB) = +30.5 2.5 6RTSON

PG2413T6M 2.4 GHz 无线 LAN， 

Bluetooth，SP3T 开关 

1.8-3.6 0.0001 500-3 000 0.5 2.5 18 2.5 +28 2.5 12TSQFN

PG2413T6Z 2.4 GHz 无线 LAN， 

Bluetooth，SP3T 开关 

1.8-3.6 0.0001 500-3 000 0.5 2.5 18 2.5 +28 2.5 8TSON

0.45 2.5 28 2.5 PG2415T6X 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

2.7-3.3 0.0001 50-6 000 

0.55 6.0 26 6.0 

+31 2.0-6.0 6TSON

0.45 2.5 28 2.5 PG2415TK 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

2.7-5.3 0.0001 500-6 000

0.65 6.0 26 6.0 

+31 2.0-6.0 6L2MM 

(1511) 

 

备注 NFC: 近距离无线通信 
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 (3/3) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 Lins ISL Pin (0.1 dB) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz) (dBm) @f (GHz)  

PG2417T6M NFC (近距离无线通信) 封

装内置 1,2,4,8 pF 电容器, 

SP6T 开关 

2.85 0.002 13.56 0.5 0.01356 50 0.01356 +32 0.01356 12TSQFN 

(T6M) 

PG2418TB 移动通讯， 

2.4 GHz 无线 LAN,  

双线控制，SPDT 开关 

2.5-5.3 0.0003 500-3 000 0.45 2.5 21 2.5 +29 0.5-3.0 6SMM 

PG2419T6R TransferJet TM,  

双线控制,  

GaAs SPDT 开关 

2.65-3.6 0.0001 2 400-6 000 0.45 4.5-5.0 26 4.0-5.0 +24 4.5-5.0 6TSSON

0.35 2.5 28 2.5 PG2422TK 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN， 

双线控制，SPDT 开关 

1.8-5.3 0.0001 50-6 000 

0.55 6.0 24 6.0 

+28 2.0-6.0 6L2MM

(1511) 
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3.1.5 矩阵开关 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 ISL D/U L ins GP 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz)  

PD5720K LNB，开关控制箱， 

4x2 矩阵开关 

5 0.05 250-2 150 35 0.25-2.15 7.0 0.25-2.15 - - 20QFN

PD5739T7A LNB，开关控制箱，增益和

音调/电压控制器的 4x2 矩

阵开关(GP = 18 dB) 

3.3 40 950-2 150 30 2.15 - - 18 0.95 28QFN

PD5753T7G LNB，开关控制箱，和音调/

电压控制器的 4x2 矩阵开关 

3.3 1.9 250-2 150 33 2.15 7.5 2.15 - - 20QFN

(T7G) 

PD5754T7A LNB，开关控制箱，增益和

音调/电压控制器的 4x2 矩

阵开关 

3.3 40 950-2 150 30 2.15 - - 18 0.95 28QFN

 

3.1.6 上变频器 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 CG PO (sat) OIP3 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @fRFout (MHz) (dB) @fRFout (MHz) (dBm) @fRFout (MHz)  

PC8106TB 移动通讯，N-CDMA， 

上变频器 

3 9 400-2 000 7 1 900 4 1 900 +2.0 1 900 6SMM

PC8172TB 移动通讯，N-CDMA， 

W-CDMA，上变频器 

3 9 800-2 500 8.5 1 900 0 1 900 +6.0 1 900 6SMM

PC8187TB 移动通讯，N-CDMA， 

W-CDMA，上变频器 

2.8 15 800-2 500 11 1 900 +2.5 1 900 +10 1 900 6SMM
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3.1.7 宽带放大器 

 (1/2) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 GP NF PO (sat) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz) (dBm) @f (GHz)  

PC2708TB 一般，中输出，宽带放大器 5 26 2 900 15 1.0 6.5 1.0 +10 1.0 6SMM

PC2709TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 

5 25 2 300 23 1.0 5 1.0 +11.5 1.0 6SMM

PC2710TB 一般，中输出，宽带放大器 5 22 1 000 33 0.5 3.5 0.5 +13.5 0.5 6SMM

PC2711TB 卫星放送(BS)转换器， 

宽带放大器 

5 12 2 900 13 1.0 5 1.0 +1 1.0 6SMM

PC2712TB 卫星放送(BS)转换器， 

宽带放大器 

5 12 2 600 20 1.0 4.5 1.0 +3 1.0 6SMM

PC2745TB 移动通讯，宽带放大器 3 7.5 2 700 12 0.5 6 0.5 1 0.5 6SMM

PC2746TB 移动通讯，宽带放大器 3 7.5 1 500 19 0.5 4 0.5 0 0.5 6SMM

PC2747TB 移动通讯，宽带放大器 3 5 1 800 12 0.9 3.3 0.9 7 0.9 6SMM

PC2748TB 移动通讯，宽带放大器 3 6 200-1 500 19 0.9 2.8 0.9 3.5 0.9 6SMM

PC2749TB 移动通讯，GPS，宽带放大器. 3 6 2 900 16 1.9 4 1.9 6 1.9 6SMM

PC2762TB 移动通讯，中输出， 

宽带放大器 

3 26.5 2 900 13 0.9 6.5 0.9 +8 0.9 6SMM

PC2763TB 移动通讯，中输出， 

宽带放大器 

3 27 2 700 20 0.9 5.5 0.9 +9.5 0.9 6SMM

PC2776TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 

5 25 2 700 23 1.0 6 1.0 +6.5 1.0 6SMM

PC3215TB 卫星放送(BS)转换器， 

宽带放大器 

5 14 2 900 20.5 1.5 2.3 1.5 +3.5 1.5 6SMM

PC3223TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 

5 19 3 200 23 1.0 4.5 1.0 +12 1.0 6SMM

PC3224TB 卫星放送(BS)转换器， 

宽带放大器 

5 9 3 200 21.5 1.0 4.3 1.0 +4 1.0 6SMM

PC3225TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 

5 24.5 2 150 32.5 0.95 3.7 0.95 +15.5 0.95 6SMM

PC3226TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器. 

5 15.9 2 200 23 1.0 5.3 1.0 +11.5 1.0 6SMM

PC3227TB 卫星放送(BS)转换器， 

宽带放大器 

5 4.7 2 000 25 1.0 4.7 1.0 4 1.0 6SMM

PC3232TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器. 

5 26 950-2 150 33.5 2.2 4.1 2.2 +8.5 2.2 6SMM

PC3236TK 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 
5 24 1 000-2 200 38 2.2 2.6 2.2 PO (1 dB) = +7.5 2.2 6L2MM

(1511)

PC3237TK 移动通讯，低噪声， 

宽带放大器. 

2.8 5 470-770 13.5 0.77 1.5 0.77 +1.3 0.77 6L2MM

(1511)

PC3239TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 
3.3 29 1 000-2 200 25.5 2.2 4.3 2.2 PO (1 dB) = +8 2.2 6SMM

PC3240TB 卫星放送(BS)转换器， 

宽带放大器 

3.3 13 1 000-2 200 24.5 2.2 4.5 2.2 PO (1 dB) = 4 2.2 6SMM

PC3241TB 卫星放送(BS)转换器，中输出， 

宽带放大器 
3.3 19.8 1 000-2 200 24 2.2 4.3 2.2 PO (1 dB) = +6 2.2 6SMM

PC3242TB LNB, 宽带放大器 3.3 4.3 1 000-2 200 22 0.25-2.2 4.0 1.0-2.2 PO (1 dB) = 9.5 2.2 6SMM

PC3244TB LNB，中输出， 

宽带放大器 
3.3 18 1 000-2 200 31 2.2 3.1 1.0-2.2 PO (1 dB) = +6 2.2 6SMM
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 (2/2) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 GP NF PO (sat) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f 

(GHz) 

(dBm) @f (GHz)  

PC8128TB 移动通讯，本振缓冲器， 

宽带放大器. 

2.4-3.3 2.8 100-1 900 12.5 1.0 6 1.0 PO (1 dB) = 4 1.0 6SMM

PC8151TB 移动通讯，N-CDMA，W-CDMA，本

振缓冲器，宽带放大器 

2.4-3.3 4.2 100-1 900 12.5 1.0 6.0 1.0 PO (1 dB) = +2.5 1.0 6SMM

PC8178TK 移动通讯，本振缓冲器， 

宽带放大器 

2.4-3.3 1.9 100-2 400 11 1.0 5.5 1.0 PO (1 dB) = 5.5 1.0 6L2MM

(1511)

PC8179TK 移动通讯，N-CDMA，W-CDMA，本

振缓冲器，宽带放大器 

2.4-3.3 4 100-2 400 13.5 1.0 5 1.0 PO (1 dB) = +3 1.0 6L2MM 

(1511)

PC8181TB 移动通讯，中输出，宽带放大器 3 23 4 000 22 2.4 4.5 2.4 +7.0 2.4 6SMM

PC8182TB 移动通讯，中输出，宽带放大器 3 30 2 900 20.5 2.4 5.0 2.4 +8.0 2.4 6SMM

PD5740T6N 数字地面电视，带击穿功能的 LNA-

IC，宽带放大器 

2.8 5 50-1 800 13.5 0.77 1.5 0.77 - - 6TSON

PD5750T7D 带击穿功能的 LNA-IC，宽带放大器 1.8 3.1 50-1 800 12.5 770 1.4 770 - - 6WLBGA

 

3.1.8 功率放大器 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 PO 其他性能 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dBm) @f (MHz)   

PA901TU 5.8 GHz 数字无绳电话，ETC， 

SiGe RF IC，5.8 GHz 中功率放大器 

3.6 IC (total) = 90 5 800 PO (1 dB) = +19 5 800 VCE = 3.6V, GP = 

22 dB @f = 5.8 

GHz 

8L2MM
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3.1.9 低噪声放大器 (LNA) 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 GP NF Pin (1 dB) Lins 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (MHz) (dB) @f (MHz) (dBm) @f (MHz) (dB) @f (MHz)  

PC3237TK 移动通讯，数字地面电

视，SiGe LNA-IC， 

宽带放大器 

2.8 5 470-770 13.5 770 1.5 770 19 770 - - 6L2MM 

(1511)

PC8211TK GPS，移动通讯， 

SiGe LNA-IC 

3 3.5 1 575 18.5 1 575 1.3 1 575 24.5 1 575 - - 6L2MM 

(1511)

PC8230TU GPS，SiGe:C LNA-IC 3 6 1 575 18.5 1 575 0.85 1 575 17 1 575 - - 8L2MM

PC8231TK GPS，移动通讯， 

SiGe:C LNA-IC 

3 3.8 1 575 20 1 575 0.8 1 575 22 1 575 - - 6L2MM 

(1511)

PC8233TK GPS，移动通讯，  

SiGe:C LNA-IC 

2.7 3.5 1 575 20 1 575 0.9 1 575 23 1 575 - - 6L2MM 

(1511)

PC8236T6N GPS，SiGe:C LNA-IC 2.7 6.5 1 575 19.5 1 575 0.8 1 575 19 1 575 - - 6TSON

PC8240T6N GPS，SiGe:C LNA-IC 2.7 6.5 1 575 28 1 575 1.0 1 575 26.5 1 575 - - 6TSON

PD5740T6N 数字地面电视， 

带击穿功能的 LNA-IC， 

宽带放大器 

2.8 5 50-1 800 13.5 770 1.5 770 - - 1.3 770 6TSON

PD5750T7D 带击穿功能的 LNA-IC，

宽带放大器 

1.8 3.1 50-1 800 12.5 770 1.4 770 - - 1.4 770 6WLBGA

 

3.1.10  低噪声放大器 (低频使用) 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 性能 符号 

  (V) (mA) (MHz)   

PD5729T6J 传声器，高增益放大器， 

低噪声放大器 (低频使用) 

3 0.2 0.001 NV = 99 dBV, GV = 6 dB 3TL2MM

PD5741T6J 传声器，高增益放大器， 

低噪声放大器 (低频使用) 

2 0.25 0.001 NV = 101 dBV, GV = 6.5 dB 3TL2MM

PD5742T6J 传声器，高增益放大器， 

低噪声放大器 (低频使用) 

2 0.37 0.001 NV = 98 dBV, GV = 9 dB 3TL2MM

PD5747T6J 传声器，高增益放大器， 

低噪声放大器 (低频使用) 

1.5 0.19 0.001 NV = 101 dBV, GV = 5.7 dB 3TL2MM

PD5758T6J 传声器，高增益放大器， 

低噪声放大器 (低频使用) 

1.5 0.19 0.001 NV = 101 dBV, GV = 5.7 dB 3TL2MM

PD5759T6J 传声器，高增益放大器， 

低噪声放大器 (低频使用) 

2 0.31 0.001 NV = 98 dBV, GV = 9 dB 3TL2MM
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3.2 分立器件 

3.2.1 低噪声双结晶体管  

 (1/2) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 NF (dB) 或其他  符号 

  (V) (mA) (MHz) 性能  

2SA1977 (NE97733) 一般，Bip. Tr.，(PNP) 8 20 1 000 NF = 1.5 dB 3MM 

2SA1978 (NE97833) 一般，Bip. Tr.，(PNP) 10 3 1 000 NF = 2.0 dB 3MM 

2SC3356 (NE85633) 一般，Bip. Tr. 10 7 1 000 NF = 1.1 dB 3MM 

2SC3357 (NE85634) 一般，Bip. Tr. 10 7 1 000 NF = 1.1 dB 3PMM 

2SC3583 (NE68133) 一般，Bip. Tr. 8 7 1 000 NF = 1.2 dB 3MM 

2SC3585 (NE68033) 一般，Bip. Tr. 6 5 2 000 NF = 1.8 dB 3MM 

2SC4093 (NE85639E) 一般，Bip. Tr. 10 7 1 000 NF = 1.1 dB 4MM 

2SC4094 (NE68139E) 一般，Bip. Tr. 8 7 1 000 NF = 1.2 dB 4MM 

2SC4095 (NE68039E) 一般，Bip. Tr. 6 5 2 000 NF = 1.8 dB 4MM 

2SC4226 (NE85630) 一般，Bip. Tr. 3 7 1 000 NF = 1.2 dB 3SMM 

2SC4227 (NE68130) 一般，Bip. Tr. 3 7 1 000 NF = 1.4 dB 3SMM 

2SC4228 (NE68030) 一般，Bip. Tr. 3 5 2 000 NF = 1.9 dB 3SMM 

2SC4536 (NE46134) 一般，Bip. Tr. 10 50 1 000 NF = 2.0 dB 3PMM 

2SC4570 (NE58130) 一般，Bip. Tr. 5 5 1 000 |S21e|2 = 5.0 dB (最小值) 3SMM 

2SC4571 (NE58230) 一般，Bip. Tr. 5 5 1 000 |S21e|2 = 5.0 dB (最小值) 3SMM 

2SC4703 (NE46234) 一般，CATV 调谐器，Bip. Tr.， 功率放大器，. 5 50 1 000 NF = 2.3 dB 3PMM 

2SC4957 (NE68539E) 一般，Bip. Tr. 3 3 2 000 NF = 1.5 dB 4MM 

2SC5004 (NE58219) 一般，Bip. Tr. 5 5 1 000 |S21e|2 = 5.0 dB (最小值) 3USMM 

2SC5006 (NE85619) 一般，寻呼机，LNA，Bip. Tr. 3 7 1 000 NF = 1.2 dB 3USMM 

2SC5007 (NE68119) 一般，寻呼机，LNA，Bip. Tr. 3 7 1 000 NF = 1.4 dB 3USMM 

2SC5008 (NE68019) 一般，寻呼机，LNA，Bip. Tr. 3 5 2 000 NF = 1.9 dB 3USMM 

2SC5010 (NE68519) 一般，Bip. Tr. 3 3 2 000 NF = 1.5 dB 3USMM 

2SC5011 (NE85618) 一般，Bip. Tr. 10 7 1 000 NF = 1.1 dB 4SMM 

2SC5012 (NE68118) 一般，Bip. Tr. 8 7 1 000 NF = 1.2 dB 4SMM 

2SC5013 (NE68018) 一般，Bip. Tr. 6 5 2 000 NF = 1.8 dB 4SMM 

2SC5015 (NE68518) 一般，移动通讯，DBS 调谐器，PDC，LNA，Bip. Tr. 3 3 2 000 NF = 1.5 dB 4SMM 

2SC5180 (NE68618) 一般，Bip. Tr. 1 3 2 000 NF = 1.5 dB 4SMM 

2SC5181 (NE68619) 一般，Bip. Tr. 1 3 2 000 NF = 1.5 dB 3USMM 

2SC5185 (NE68718) 一般，移动通讯，寻呼机，PDC，LNA，Bip. Tr. 1 3 2 000 NF = 1.3 dB 4SMM 

2SC5186 (NE68719) 一般，Bip. Tr. 1 3 2 000 NF = 1.3 dB 3USMM 

2SC5336 (NE856M02) 一般，Bip. Tr. 10 20 1 000 |S21e|2 = 12 dB (典型值) 4PMM 

2SC5337 (NE461M02) 一般，Bip. Tr. 10 50 1 000 |S21e|2 = 7.0 dB (最小值) 4PMM 

2SC5338 (NE462M02) 一般，CATV 调谐器，Bip. Tr.，功率放大器 5 50 1 000 |S21e|2 = 8.5 dB (最小值) 4PMM 

2SC5369 (NE696M01) 一般，移动通讯，PDC，LNA，Bip. Tr. 3 3 2 000 NF = 1.3 dB 6SMM 
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 (2/2) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 NF (dB)或其他  符号 

  (V) (mA) (MHz) 性能  

2SC5454 (NE67739) DBS 调谐器，缓冲放大器，Bip. Tr. 3 5 2 000 NF = 1.5 dB 4MM 

2SC5455 (NE67839) DBS 调谐器，缓冲放大器， Bip. Tr. 3 7 2 000 NF = 1.5 dB 4MM 

2SC5507 (NE661M04) VCO，缓冲放大器，Bip. Tr. 2 2 2 000 NF = 1.2 dB F4TSMM 

2SC5508 (NE662M04) N-CDMA，W-CDMA，VCO，DRO， 

缓冲放大器，Bip. Tr. 

2 5 2 000 NF = 1.1 dB F4TSMM 

2SC5509 (NE663M04) VCO, 缓冲放大器，Bip. Tr. 2 10 2 000 NF = 1.2 dB F4TSMM 

2SC5606 (NE66219) VCO, 缓冲放大器，Bip. Tr. 2 5 2 000 NF = 1.2 dB 3USMM 

2SC5704 (NE662M16) VCO, 缓冲放大器，Bip. Tr. 2 5 2 000 NF = 1.1 dB 6L2MM (1208)

2SC5787 (NE894M13) VCO, 缓冲放大器，Bip. Tr. 1 5 2 000 NF = 1.4 dB 3L2MM 

2SC5801 (NE851M13) VCO, OSC, 缓冲放大器，Bip. Tr. 1 10 2 000 NF = 1.9 dB 3L2MM 

NE202930 一般，UHF 带域低噪声， 

低失真放大器，Bip. Tr. 

5 30 1 000 NF = 1.5 dB (典型值) 3SMM 

NE661M05 一般，Bip. Tr. 2 5 2 000 NF = 1.2 dB F4TSMM 
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3.2.2 SiGe HBT 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 性能 符号 

  (V) (mA) (MHz)   

NESG2021M05 2.4 GHz 无线 LAN，5.8 GHz 数字无绳电

话，ITS，LNA，SiGe HBT 

2 3 5 200 NF = 1.3 dB F4TSMM

NESG2021M16 2.4 GHz 无线 LAN，ITS，LNA，SiGe HBT 2 3 5 200 NF = 1.3 dB 6L2MM 

(1208) 

NESG2031M05 2.4 GHz 无线 LAN，ITS，LNA，SiGe HBT 2 5 5 200 NF = 1.3 dB F4TSMM

NESG2031M16 2.4 GHz 无线 LAN，ITS，LNA，SiGe HBT 2 5 5 200 NF = 1.3 dB 6L2MM 

(1208) 

NESG204619 移动通讯，VCO，SiGe HBT 1 3 2 000 NF = 0.8 dB 3USMM

NESG2101M05 W-CDMA，2.4 GHz 无线 LAN，SiGe HBT 3.6 IC (set) = 10 2 000 PO (1 dB) = 21 dBm F4TSMM

NESG2101M16 W-CDMA，2.4 GHz 无线 LAN，SiGe HBT 3.6 IC (set) = 10 2 000 PO (1 dB) = 21 dBm 6L2MM 

(1208) 

NESG210719 移动通讯，VCO，SiGe HBT 1 5 2 000 NF = 0.9 dB 3USMM

NESG210833 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 5 5 1 000 NF = 0.7 dB (典型值)@VCE = 5 V,  

IC = 5 mA, f = 1 GHz 

3MM 

NESG220033 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 5 10 1 000 NF = 0.75 dB (典型值)@VCE = 5 V,  

IC = 10 mA, f = 1GHz 

3MM 

NESG220034 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 5 10 1 000 NF = 0.7 dB (典型值)@VCE = 5 V,  

IC = 10 mA, f = 1 GHz 

3PMM 

NESG240033 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 5 15 1 000 NF = 0.75 dB (典型值)@VCE = 5 V,  

IC = 15mA, f = 1 GHz 

3MM 

NESG240034 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 5 15 1 000 NF = 0.7 dB (典型值)@VCE = 5 V,  

IC = 15 mA, f = 1 GHz 

3PMM 

NESG250134 VHF 带域功率放大器，FRS， 

移动通讯，SiGe HBT 

3.6 IC (set) = 30 460 PO (1 dB) = +29 dBm@f = 460 MHz,  

VCE = 3.6 V, GL = 19 dB@f = 460 MHz

3PMM 

NESG260234 UHF 带域中功率 Bip. Tr.，FRS，GMRS，

移动通讯，SiGe HBT 

6 IC (set) = 30 460 PO (1 dB) = +30 dBm@f = 460 MHz,  

VCE = 6 V, GL = 22 dB@f = 460 MHz 

3PMM 

NESG270034 UHF 带域中功率 Bip. Tr.，FRS，GMRS，

移动通讯，SiGe HBT 

6 IC (set) = 30 460 PO = 33.5 dBm, VCE = 6 V,  

GL = 19.5 dB@f = 460 MHz 

3PMM 

NESG3031M05 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN，LNA，SiGe HBT 

2 6 5 800 NF = 1.1 dB@f = 5.8 GHz,  

Ga = 9.5 dB@f = 5.8 GHz 

F4TSMM

NESG3031M14 2.4 GHz 无线 LAN， 

5 GHz 无线 LAN，LNA，SiGe HBT 

2 6 5 800 NF = 1.1 dB@f = 5.8 GHz,  

Ga = 9.5 dB@f = 5.8 GHz 

4L2MM 

NESG3032M14 L 带 LNA，GPS 等，SiGe HBT 2 6 2 000 NF = 0.6 dB@f = 2.0 GHz 4L2MM 

NESG3033M14 L 带 LNA，GPS 等， 

内置保护元件 SiGe HBT 

2 6 2 000 NF = 0.6 dB@f = 2.0 GHz 4L2MM 

NESG340033 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 3.3 15 1 000 NF = 0.65 dB (典型值)@VCE = 3.3 V, 

IC = 15 mA, f = 1 GHz 

3MM 

NESG340034 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 5 15 1 000 NF = 0.65 dB (典型值)@VCE = 5 V,  

IC = 15 mA, f = 1 GHz 

3PMM 

NESG3400M01 UHF 带域低噪声，低失真放大器，SiGe HBT 3.3 15 1 000 NF = 0.65 dB (典型值)@VCE = 3.3 V, 

IC = 15 mA, f = 1 GHz 

6SMM 

NESG4030M14 2.4 GHz 无线 LAN，5 GHz 无线 LAN，

LNA，SiGe HBT 

2 6 2 000/5 800 NF = 0.6 dB@f = 2.0 GHz,  

NF = 1.1 dB@f = 5.8 GHz,  

Ga = 11.5 dB@f = 5.8 GHz 

4L2MM 
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3.2.3 双晶体管 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 NF (dB)或其他 符号 

  (V) (mA) (MHz) 性能  

PA800T 多用途，双晶体管 1 3 2 000 NF = 1.9 dB 6SMM 

PA801T 多用途，双晶体管 3 7 1 000 NF = 1.2 dB 6SMM 

PA802T 多用途，双晶体管 3 7 1 000 NF = 1.4 dB 6SMM 

PA804T 多用途，双晶体管 5 5 1 000 |S21e|2 = 5.0 dB (最小值) 6SMM 

PA806T 多用途，双晶体管 3 3 2 000 NF = 1.5 dB 6SMM 

PA807T 多用途，双晶体管 2 3 2 000 NF = 1.5 dB 6SMM 

PA808T 多用途，双晶体管 2 3 2 000 NF = 1.3 dB 6SMM 

PA810T 多用途，双晶体管 3 7 1 000 NF = 1.2 dB 6SMM 

PA811T 多用途，双晶体管 3 5 2 000 NF = 1.9 dB 6SMM 

PA812T 多用途，双晶体管 3 7 1 000 NF = 1.4 dB 6SMM 

PA813T 多用途，双晶体管 5 5 1 000 |S21e|2 = 5.0 dB (最小值) 6SMM 

PA828TD 移动通讯，VCO，双晶体管 1 3 2 000 NF = 1.3 dB 6L2MM (1208)

PA831TD 移动通讯，VCO，双晶体管 Q1:3, Q2:3 Q1:7, Q2:7 Q1:1 000, Q2:1 000 Q1:NF = 1.2 dB, Q2:NF = 1.4 dB 6L2MM (1208)

PA860TD 移动通讯，VCO，双晶体管 Q1:3, Q2:1 Q1:3, Q2:5 Q1:2 000, Q2:2 000 Q1:NF = 1.5 dB, Q2:NF = 1.4 dB 6L2MM (1208)

PA861TD 移动通讯，VCO，双晶体管 Q1:1, Q2:1 Q1:3, Q2:5 Q1:2 000, Q2:2 000 Q1:NF = 1.5 dB, Q2:NF = 1.4 dB 6L2MM (1208)

PA862TD 移动通讯，VCO，双晶体管 Q1:3, Q2:1 Q1:3, Q2:10 Q1:2 000, Q2:2 000 Q1:NF = 1.5 dB, Q2:NF = 1.9 dB 6L2MM (1208)

PA863TD 移动通讯，VCO，双晶体管 Q1:1, Q2:1 Q1:3, Q2:10 Q1:2 000, Q2:2 000 Q1:NF = 1.3 dB, Q2:NF = 1.9 dB 6L2MM (1208)

PA869TD 移动通讯，VCO，双晶体管 Q1:1, Q2:1 Q1:3, Q2:10 2 000 Q1:NF = 0.8 dB, Q2:NF = 1.9 dB 6L2MM (1208)

PA873TD 移动通讯，VCO，双晶体管 1 10 2 000 NF = 1.9 dB 6L2MM (1208)

PA895TD 移动通讯，VCO，双晶体管 1 5 2 000 NF = 1.9 dB 6L2MM (1208)
 

备注 除特别注明以外，Q1 与 Q2 是相等的。 
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3.2.4 低噪声GaAs FET，HBT，HJ-FET 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 NF Ga 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (GHz) (dB) @f (GHz)  

NE3210S01 DBS 变频器，LNA，HJ-FET 2 10 4 000-18 000 0.35 12 13.5 12 S01 

NE3503M04 DBS 变频器，LNA，HJ-FET 2 10 12 000 0.55 12 11.5 12 F4TSMM

NE3508M04 GPS，GaAs，LNA 等，HJ-FET 2 10 2 000 0.45 2 14 2 F4TSMM

NE3509M04 GPS，GaAs，LNA 等，HJ-FET 2 10 2 000 0.4 2 17.5 2 F4TSMM

NE3510M04 GaAs，卫星无线电(SDARS, DMB 等)，

LNA，HJ-FET 

2 15 4 000 0.45 4 16 4 F4TSMM

NE3511S02 GaAs，HJ-FET 2 10 12 000 0.3 12 13.5 12 S02 

NE3512S02 GaAs，HJ-FET 2 10 12 000 0.35 12 13.5 12 S02 

NE3513M04 LNB，X，Ku-Band 低噪声信号放大，

GaAs，HJ-FET 

2 10 12 000 0.45 12 13 12 F4TSMM

NE3514S02 GaAs，HJ-FET 2 10 20 000 0.75 20 10 20 S02 

NE3515S02 LNB，X，Ku-Band 低噪声信号放大，

GaAs，HJ-FET 

2 10 12 000 0.3 12 12.5 12 S02 

NE3517S03 LNB，K-Band 低噪声信号放大，GaAs，

HJ-FET 

2 10 20 000 0.7 20 13.5 20 S03 

NE3519M04 GaAs，卫星无线电(SDARS 等)， 

L，C Band 低噪声信号放大，HJ-FET 

2 10 2 000 0.4 2 18.5 2 4SMM 

NE4210S01 DBS 变频器，LNA，HJ-FET， 

下变频器 

2 10 4 000-18 000 0.5 12 13 12 S01 

NE3520S03 LNB，K-Band 低噪声信号放大，GaAs，

HJ-FET 

2 10 20 000 0.65 20 14 20 S03 
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3.2.5 功率晶体管/FET 

 (1/2) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 性能 符号 

  (V) (mA) (MHz)   

2SC5288 

(NE68939) 

多用途，中功率 Bip. Tr. 3.6 ICq = 1 1 900 Pin (1 dB) = 24 dBm (class AB) 4MM 

2SC5289 

(NE69039) 

多用途，中功率 Bip. Tr. 3.6 ICq = 1 1 900 Pin (1 dB) = 27 dBm (class AB) 4MM 

2SC5750 

(NE67718) 

无线通信 PA，(0.9-2.4 GHz),  

功率放大器，中功率 Bip. Tr. 

2.8 ICq = 8 1 800 PO (1 dB) = 15 dBm 4SMM 

2SC5751 

(NE677M04) 

无线通信 PA，(0.9-2.4 GHz),  

功率放大器，中功率 Bip. Tr. 

2.8 ICq = 8 1 800 PO (1 dB) = 15 dBm F4TSMM

2SC5752 

(NE67818) 

无线通信 PA，(0.9-2.4 GHz),  

功率放大器，中功率 Bip. Tr. 

2.8 ICq = 10 1 800 PO (1 dB) = 18 dBm 4SMM 

2SC5753 

(NE678M04) 

无线通信 PA，(0.9-2.4 GHz),  

功率放大器，中功率 Bip. Tr. 

2.8 ICq = 10 1 800 PO (1 dB) = 18 dBm F4TSMM

2SC5754 

(NE664M04) 

Bluetooth，无线通信 PA，(0.9-2.4 GHz)， 

功率放大器，中功率 Bip. Tr. 

3.6 ICq = 4 1 800 PO (1 dB) = 26 dBm F4TSMM

NE5500134 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

4.8 IDset = 200 450-2 500 Pout = 29.5 dBm, GL = 13.0 dB, 

Efficiency = 55%@f = 1.9 GHz 

3PMM 

NE5500179A 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

4.8 340 450-2 500 Pout = 30.0 dBm, GL = 14.0 dB, 

Efficiency = 55%@f = 1.9 GHz 

79A 

NE5500234 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

6 610 450-2 500 Pout = 32.5 dBm, GL = 11.0 dB, 

Efficiency = 50%@f = 1.9 GHz 

3PMM 

NE5500434 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

4.8 IDset = 600 450-2 500 Pout = 35.0 dBm, GL = 14.0 dB, 

Efficiency = 60%@f = 900 MHz 

3PMM 

NE5500479A 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

3.5 600 450-2 500 Pout = 31.5 dBm, GL = 15.0 dB, 

Efficiency = 62%@f = 900 MHz 

79A 

NE5510279A 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

4.8 1 000 450-2 500 Pout = 35.5 dBm, GL = 16.0 dB, 

Efficiency = 65%@f = 900 MHz 

79A 

NE5511279A 多用途，中功率 Bip. Tr. 7.5 IDset = 400 460-900 Pout = 40.5 dBm, GL = 18.5 dB, 

Efficiency = 50%@f = 460 MHz 

79A 

NE5520279A 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

3.2 800 450-2 500 Pout = 32.0 dBm, GL = 10 dB,  

Efficiency = 45%@f = 1.8 GHz 

79A 

NE5520379A 移动通讯，PDC，GSM，功率放大器， 

功率 MOS FET 

3.2 1 000 450-2 500 Pout = 35.5 dBm, GL = 16 dB,  

Efficiency = 68%@f = 915 MHz 

79A 

NE552R479A L, S-带功率放大器，功率 MOS FET 3 230 2 450 Pout = 26.0 dBm, GL = 11 dB,  

Efficiency = 45%@f = 2.45 GHz 

79A 

NE552R679A UHF 带域功率放大器，功率 MOS FET 3 320 460 Pout = 28.0 dBm, GL = 20 dB,  

Efficiency = 60%@f = 460 MHz 

79A 

NE5531079A UHF 带域功率放大器，功率 LDMOS FET 7.5 IDset = 200 460 Pout = 40.0 dBm (典型值)@VDS = 7.5 V, 

f = 460 MHz, Pin = 25 dBm 

79A 

NE55410GR UHF 带域功率放大器，功率 LDMOS FET 28 IDset = 120 960 PO (1 dB) = 41.5 dBm@f = 960 MHz,  

VDS = 28 V, GL = 30 dB@f = 900 MHz 

16HTSSOP

NEM090303M-28 UHF 带域功率放大器， 

功率 LDMOS FET 

28 IDset = 250 960 Pout = 46.5 dBm, GL = 20 dB,  

Efficiency = 62%@f = 960 MHz 

3M 

(T-91M)

NEM090603M-28 UHF 带域功率放大器， 

功率 LDMOS FET 

28 IDset = 550 960 PO (1 dB) = 48.5 dBm, GL = 17.5 dB, 

Efficiency = 54%@f = 960 MHz 

3M 

(T-91M)

NEM090853P-28 UHF 带域功率放大器， 

功率 LDMOS FET 

28 IDset = 800 960 Pout = 50 dBm, GL = 19 dB,  

Efficiency = 54%@f = 960 MHz 

3P 

(T-97M)

NEM091203P-28 UHF 带域功率放大器， 

功率 LDMOS FET 

28 IDset = 1 200 960 Pout = 51.3 dBm, GL = 18 dB,  

Efficiency = 58%@f = 960 MHz 

3P 

(T-97M)
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 (2/2) 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 性能 符号 

  (V) (mA) (MHz)   

NEM091603P-28 UHF 带域功率放大器， 

功率 LDMOS FET 

28 IDset = 1 200 880 Pout = 52.3 dBm, GL = 19.5 dB, 

Efficiency = 60%@f = 880 MHz 

3P 

(T-97M)

NEM091803S-28 UHF 带域功率放大器， 

功率 LDMOS FET 

28 IDset = 1 600 880 Pout = 52.5 dBm, GL = 18.5 dB, 

Efficiency = 53%@f = 880 MHz 

T-101M 

(3S) 

NESG250134 VHF 带域功率 Bip. Tr，FRS， 

移动通讯，SiGe HBT 

3.6 IC (set) = 30 460 P O (1 dB) = +29 dBm@f = 460 MHz,  

VCE = 3.6 V, G L = 19 dB@f = 460 MHz

3PMM 

NESG260234 UHF 带域中功率 Bip. Tr.，FRS，

GMRS，移动通讯，SiGe HBT 

6 IC (set) = 30 460 PO (1 dB) = +30 dBm@f = 460 MHz,  

VCE = 6 V, GL = 22 dB@f = 460 MHz 

3PMM 

NESG270034 UHF 带域中功率 Bip. Tr.，FRS，

GMRS，移动通讯，SiGe HBT 

6 IC (set) = 30 460 Pout = 33.5 dBm, VCE = 6 V,  

GL = 19.5 dB@f = 460 MHz 

3PMM 

 

3.2.6 低噪声MOS FET (低频使用) 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 性能 符号 

  (V) (mA) (MHz)   

NE5814M14 传声器，P-ch MOS FET 2 0.08 0.001 NV = 114 dB, GV = 3 dB 4L2MM 

NE5820M53 传声器，P-ch MOS FET 2 0.085 0.001 NV = 114 dB, GV = 3 dB 3TL2MM 
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3.3 MCM 

3.3.1 推挽式放大器  

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 GL (最小值) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (MHz)  

MC-7831 CATV 传输系统，推挽式放大器 24 240 (最大值) 40-870 18 870 具有散热的 7 管脚特殊封装

MC-7831-HA CATV 传输系统，推挽式放大器 24 240 (最大值) 40-1 000 18 870 具有散热的 7 管脚特殊封装

MC-7832 CATV 传输系统，推挽式放大器 24 240 (最大值) 40-870 22 870 具有散热的 7 管脚特殊封装

MC-7832-HA CATV 传输系统，推挽式放大器 24 240 (最大值) 40-1 000 22 870 具有散热的 7 管脚特殊封装

MC-7833 CATV 传输系统，推挽式放大器 24 240 (最大值) 40-870 25 870 具有散热的 7 管脚特殊封装

MC-7836 CATV 传输系统，推挽式放大器 24 260 (最大值) 40-870 27 870 具有散热的 7 管脚特殊封装

 

3.3.2 功率倍增放大器 

 

器件编号 应用 电气特性 (TA = +25C) 封装 

  电压 电流 频率 GL (最小值) 符号 

  (V) (mA) (MHz) (dB) @f (MHz)  

MC-7881 CATV 传输系统，双功率放大器 24 360 (最大值) 40-870 18 870 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7882 CATV 传输系统，双功率放大器 24 360 (最大值) 40-870 20 870 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7883 CATV 传输系统，双功率放大器 24 360 (最大值) 40-870 22 870 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7884 CATV 传输系统，双功率放大器 24 360 (最大值) 40-870 25 870 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7891 CATV 传输系统，双功率放大器 24 385 (最大值) 40-1 000 18.5 1 000 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7893 CATV 传输系统，双功率放大器 24 385 (最大值) 40-1 000 22.5 1 000 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7894 CATV 传输系统，双功率放大器 24 385 (最大值) 40-1 000 24.5 1 000 具有散热的 7 管脚特殊封装 

MC-7896 CATV 传输系统，双功率放大器 24 385 (最大值) 40-1 000 27 1 000 具有散热的 7 管脚特殊封装 
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4. 封装尺寸图 

(单位 : mm) (1/10) 
3L2MM 

3 管脚无引脚小型模 
3MM (33 PKG) 

3 管脚小型模 (33 PKG) 
3PMM (34 PKG) 

3 管脚电源小型模 (34 PKG) 
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NE 封装代码 :  M33 
SOT 编号                      :   

NE 封装代码 :  M53 
P 封装代码 :  T6J 
SOT 编号                      :   

 
NE 封装代码 :  30 
SOT 编号                      :  SOT-323 

3USMM (19, 1608 PKG) 

3 管脚顶级小型模 (19, 1608 PKG) 
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扁平引线 3管脚薄型顶级小型模 
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(M14, 1208 PKG) 
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(单位 : mm) (2/10) 
4MM (39) 

4 管脚小型模 (39) 
4PMM 

4 管脚电源小型模 
4SMM (18) 

4 管脚超级小型模 (18) 
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0.
1 

 
–0

.0
5

0.
4+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
4+

0.
1 

 
–0

.0
5

2.8+0.2
–0.3

1.5+0.2
–0.1

5˚ 5˚

0.
8

0.
16

+
0.

1 
 

–0
.0

6

0 
to

 0
.1

1.
1+

0.
2

–0
.1

5˚ 5˚

Remark  (  ) : Reference value  

  

NE 封装代码                 :  39 
SOT 编号                      :  SOT-143 

NE 封装代码                 : M02 
SOT 编号                      :  SOT-89 

NE 封装代码                 : 18 
SOT 编号                      :  SOT-343 

F4TSMM (M04) 
扁平引线 4管脚薄型超级小型模 (M04) 

F4TSMM (M05, 2012 PKG) 
扁平引线 4管脚薄型超级小型模  

(M05, 2012 PKG) 

6LGA 
6 管脚 LGA (CSP 型) 

 

0.
59

±
0.

05

0.
11

+
0.

1 
 

–0
.0

5

(Bottom View)

4
3

1
2

1.
25

2.
0±

0.
1

1.
30

(1.05)

0.
60

0.
65

0.
65

0.
65

1.
30

1.
25

2.
0±

0.
1

1
2

4
3

1.25±0.1

2.05±0.1

0.
30

+
0.

1 
 

–0
.0

5
0.

40
+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
30

+
0.

1 
 

–0
.0

5
0.

30
+

0.
1 

 
–0

.0
5

Remark  (  ) : Reference value  

 
1.5±0.1

1.
5±

0.
1

(Top View)

0+0.03
   –0

0.
6 

M
A

X
.

(Bottom View)

0.5±0.05

(0.75)

(0
.3

)
(0

.3
)

(0
.4

5)
(0

.4
5)

(0
.4

)

(0.275) 0+0.1
   –0

(0
.1

)

0.3±0.05

Remark  (  ) : Reference value

NE 封装代码                 :  M04 
SOT 编号                      :   

NE 封装代码                 : M05 
SOT 编号                      :   

P 封装代码 : T5B 
SOT 编号                      :   

6L2MM (M16, 1208 PKG) 
6 管脚无引脚小型模 (M16, 1208 PKG) 

6L2MM (1511 PKG) 
6 管脚无引脚小型模 (1511 PKG) 

6MM 
6 管脚小型模 

 

 

  

NE 封装代码 :  M16 
P 封装代码 :  TD 
SOT 编号 :   

 
P 封装代码 :  TK 
SOT 编号 :   

 
P 封装代码 :  T, TA 
SOT 编号 :   

1.5±0.1

0.25±0.02

4.5±0.1

2.1

1.6

0.8

0.42±0.060.42±0.06

0.
3

2.
45

±
0.

1

0.
1

0.
8 

M
IN

.

3.
95

±
0.

25

0.46
±0.06

3.0

1.5

0.
851.

55

E B

C

E

0.
9±

0.
1

0.
15

+
0.

1 
 

–0
.0

5

0.
3

0 
to

 0
.1

3

1.
30

2.
0±

0.
2

1.
25

0.
65

0.
60

4

2
1

2.1±0.2

1.25±0.1

0.
65

0.
65

0.
4+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
3+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
3+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
3+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
5±

0.
05

0.
12

5+
0.

1 
 

–0
.0

5

0.
4

0.
4

0.
8

0.
15

±
0.

05

1.
2+

0.
07

–0
.0

5

0.8+0.07
–0.05

1.0±0.05

1
2

3

6
5

4

0.
48

±0
.0

5
0.

48
±0

.0
5

1.
5±

0.
1

1.3±0.05
*1

1.1±0.1

0.
55

±
0.

03

0.
11

+
0.

1 
 

–0
.0

5
0.

16
±

0.
05

 

0.9±0.10.2±0.1
a b c

(Bottom View)(Top View)

Remark  Dimension
*1

 is bigger than dimension
*2

 

                 (dimension
*2

= a + b + c).

*2

2.
9±

0.
2 0.
95

0.
95

1.
9

4 3

5 2

6 1

0.
3+

0.
1 

 
–0

.0
5

2.8+0.2
–0.3

1.5+0.2
–0.1

0.
8

0.
13

±
0.

11.
1+

0.
2

–0
.1

0 
to

 0
.1

0.2 MIN.

Remark  (  ) : Reference value

0.
59

±
0.

05

0.
11

+
0.

1 
 

–0
.0

5

0.5

(1.05)

(Bottom View)

(0
.6

5)
0.

65

1.
30

2.
0±

0.
1

4
3

1
2

1.25±0.1

2.05±0.1

0.
30

+
0.

1 
 

–0
.0

5

(Top View)
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(单位 : mm) (3/10) 
6SLM2 (1007 PKG) 

6 管脚超级无引脚小型模 (1007 PKG) 
6SMM (M01, TB) 

6 管脚超级小型模 (M01, TB) 
6TSMM 

6 管脚薄型超级小型模 

   

 
P 封装代码 :  TS 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  M01 
P 封装代码 :  T, TB 
SOT 编号 :  SOT-363 

 
P 封装代码 :  TF 
SOT 编号 :   

F6TUSMM 
扁平引线 6管脚薄型顶级小型模 

6RTSON 
6 管脚塑料 RTSON 

6SON 
6 管脚塑料 SON 

 

(Bottom View)

(Top View)

2.0±0.1

1.
3±

0.
1

(Side View)

0.
5±

0.
06

(C0.15)

0.
15

+
0.

07
–0

.0
5

0.
08

 M
IN

.

1.1±0.1

0.2±0.1

A
A

1.
14

±
0.

1

0.37+0.03
–0.05

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

 

P 封装代码 :  TC 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T7C 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5G 
SOT 编号 :   

6TSON (T5N) 
6 管脚塑料 TSON (T5N) 

6TSON (T6N) 
6 管脚塑料 TSON (T6N) 

6TSON (T6X) 
6 管脚塑料 TSON (T6X) 

   

P 封装代码 :  T5N 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6N 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6X 
SOT 编号 :   

0.
4 

M
A

X
.

0.
11

+
0.

1 
 

–0
.0

5

0.
35

0.
35

0.
7

0.
12

5±
0.

05

1.
0±

0.
05

0.7±0.05

0.9±0.05

1
2

3

6
5

4

 

0.
9±

0.
1

0.
7

0 
to

 0
.1 0.

15
+

0.
1 

 
–0

.0
5

0.
2+

0.
1 

 
–0

.0
5

2.
0+

0.
15

 
–0

.2
0 

1.
3 0.

65
0.

65

1.25±0.1

2.1±0.1

0.1 MIN.

0.
60

±
0.

1

0.
13

±
0.

05

0.
45

0 
to

 0
.1

2.10±0.1

1.25±0.1

2.
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±
0.

2

1.
30

0.
22

+
0.

1 
 

–0
.0

5

0.
65

0.
65

1
2

3

6
5

4

0.
55

±
0.

05

0.
11

+
0.

1 
 

–0
.0

5

0.
48

0.
48

0.
96

0.
20

+
0.

1 
 

–0
.0

5

1.
50

±
0.

1

3
2

1

4
5

6

1.10±0.1

1.50±0.1

 
A

A

0.2±0.1 0.7±0.1

(Bottom View)(Top View)

1.
5±

0.
1

1.5±0.1

0.37+0.03
–0.05

0.
08

 M
IN

.

0.
2+

0.
07

–0
.0

5

0.3±0.07

(0.24)

(Side View)

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

0.
5±

0.
06

1.
2±

0.
1

0.
5±

0.
06

A
A

0.2±0.1 0.7±0.1

(Bottom View)(Top View)

1.
5±

0.
1

1.5±0.1

0.37+0.03
–0.05

0.
08

 M
IN

.

0.
2+

0.
07

–0
.0

5

0.3±0.07

(0.24)

(Side View)

1.
2±

0.
1

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

0.
5±

0.
06

0.2±0.1 0.7±0.1

(Bottom View)(Top View)

1.
5±

0.
1

1.5±0.1

0.37+0.03
–0.05

0.
2+

0.
07

–0
.0

5

0.3±0.07

(Side View)

1.
2±

0.
1

 

2.0

3.
0

0.75±0.1

(Bottom View)

0.
95

0.
95

0.
35

+
0.

07
–0

.0
5

0.
7±

0.
1

0.19

0.7±0.1

0.29±0.1 0.29±0.1

0.25+0.07
–0.05
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(单位 : mm) (4/10) 
6TSSON (T5K) 

6 管脚塑料 TSSON (T5K) 
6TSSON (T6R) 

6 管脚塑料 TSSON (T6R) 
6WLBGA (T7D) 

6 管 WLBGA (T7D) 

  

1.
0±

0.
1 0.

35
±

0.
06

0.
35

±
0.

06 0.
45

 ±
0.

1

0.13±0.07

0.
15

+
0.

07
–0

.0
5

0.
08

 M
IN

.

0.23±0.07

0.175±0.075

(Bottom View)

(Top View)

1.
0±

0.
1

1.0±0.1

1.0±0.1

0.37+0.03
–0.05

0.15+0.07
–0.05

0.08 MIN.
A

A
A

A

Remark  A>0  

 

(Side View)

(Top View)

A

0.73±0.03

0.
48

±
0.

03

0.03 S

S

0.
07

±
0.

03

0.
26

±
0.

04

   0.015 S ABM

(Bottom View)

A

B

B

0.25

0.
25

0.125±0.025

123

(0.11)

(0
.1

1)

φ

φ

Remark  (  ): Reference value

P 封装代码 :  T5K 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6R 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T7D 
SOT 编号 :   

8L2MM 
8 管脚无引脚小型模 

8SOP 
8 管脚塑料 SOP (5.72 mm (225)) 

8SSOP 
8 管脚塑料 SSOP (4.45 mm (175)) 

 

1 2 3    4

8  7 6 5

2.
2±

0.
05

2.
0±

0.
1

(Top View)

0.
5±

0.
03

4 3     2 1

5 6 7 8

0.
4±

0.
1

0.
4±

0.
1

(1
.4

)

(0.75)(0.75)

(0.25) (0.25)

0.16±0.05

(Bottom View)

2.0±0.1

(0
.3

5)
(0

.3
5)

(0
.3

5)
(0

.3
5)

(0
.5

)
(0

.5
)

(0
.6

)
(0

.6
)

(0.65)(0.65)

(0.6)

(0.3)

0.
12

5+
0.

1 
 

–0
.0

5

Remark  (  ) : Reference value  

  

P 封装代码 :  TU 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  G, GR 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  GV 
SOT 编号 :   

8TSON (T6Z) 
8 管脚塑料 TSON (T6Z) 

10TSON (TQ) 
10 管脚塑料 TSON (TQ) 

10TSSON (T6Q) 
10 管脚塑料 TSSON (T6Q) 

 

 

A
A

0.7±0.1

(Bottom View)(Top View)

1.
5±

0.
1

1.5±0.1

0.37+0.03
–0.05

0.
08

 M
IN

.

0.
15

+
0.

07
–0

.0
5

0.3±0.07

(0.24)

(Side View)

0.
4±

0.
06

0.2±0.1

1.
2±

0.
1

(C0.15)

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value  

 
(Bottom View)

(0.15)

(1.70) (0.30)

(0
.9

5)
(0

.0
5)

(1
.9

5)
(0

.3
0)

0.40±0.05

2.
25

±
0.

1

2.
55

±
0.

15

0.18±0.05

2.20±0.1

2.30±0.15

(0
.1

25
)

(0
.6

0 
M

A
X

.)

Remark  (  ) : Reference value

 

P 封装代码 :  T6Z 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  TQ 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6Q 
SOT 编号 :   

0.
4±

0.
06

A
A

0.2±0.1

(Bottom View)(Top View)

2.
0±

0.
1

1.35±0.1

0.37+0.03
–0.05 10

-0
.0

8 
M

IN
.

10
-0

.1
8+

0.
07

–0
.0

5

0.45±0.1

(Side View)

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

1.
49

±
0.

1

(C 0.15)

1.5±0.1

0.575 MAX.

0.10 M

1.8 MAX.

0.1±0.1

0.3+0.10
–0.05

detail of lead end

3˚+7˚
–3˚

0.65

8 5

1 4
2.9±0.1

4.94±0.2

0.5±0.2

0.87±0.2
3.2±0.1

0.15+0.10
–0.05

0.15

1.49

0.85 MAX.

0.12 M

1.57±0.2

0.1±0.1

0.42+0.08
–0.07

detail of lead end

3˚+7˚
–3˚

1.27

8 5

1 4
5.2±0.2

6.5±0.3

0.6±0.2

1.1±0.2
4.4±0.15

0.17+0.08
–0.07

0.10

1.
0±

0.
1 0.

35
±

0.
06

0.
35

±
0.

06 0.
45

 ±
0.

1

0.13±0.07

0.
15

+
0.

07
–0

.0
5

0.23±0.07

0.175±0.075

(Bottom View)

(Top View)

1.
0±

0.
1

1.0±0.1

1.0±0.1

0.37+0.03
–0.05

0.15+0.07
–0.05
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(单位 : mm) (5/10) 
10TSSOP 

10 管脚塑料 TSSOP 
12QFN (T5F) 

12 管脚塑料 QFN (T5F) 
12TQFN 

12 管脚塑料 TQFN 

 

detail of lead end

–1
0˚

 to
 2

0˚
(10 - 0.2)

(0.5)

2.75±0.15

(2
.2

)

3.
2±

0.
2

1.05±0.15

(0.9)

0.
35

±
0.

15

0.15±0.1

(0.1)

Remark  (  ) : Reference value  

   

P 封装代码 :  TH 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5F 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5J 
SOT 编号 :   

12TSQFN (T5L) 
12 管脚塑料 TSQFN (T5L) 

12TSQFN (T6M) 
12 管脚塑料 TSQFN (T6M) 

14LGA 
14 管脚 LGA (CSP 型) 

 
2.0±0.1

2.
0±

0.
1

(Bottom View)

0.23±0.1

0.
94

±
0.

1

0.94±0.1

0.
23

+
0.

07
–0

.0
5

(C 0.17±0.07) 0.50±0.06

0.37+0.03
–0.05

Remark  (  ) : Reference value  

 
2.5±0.1

2.
5±

0.
1

0.6 MAX.

(Bottom View)

0.5±0.05

(1.15)

(0.3) (0.3)(0.95) (0.95)

(0
.3

)
(0

.3
)

(0
.9

5)

0.
3±

0.
05

(0
.9

5)

0.3±0.05

0.675±
0.07

0.85±0.07

0.
67

5±
0.

07

0.
85

±0
.0

7

0.
5±

0.
07 (1

.1
5)

0.
5±

0.
05

0+0.03
–0     

0+0.1 
   –0

Remark  (  ) : Reference value

P 封装代码 :  T5L 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6M 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5D 
SOT 编号 :   

14SOP 
14 管脚塑料 SOP (5.72 mm (225)) 

14SSOP 
14 管脚塑料 SSOP (5.72 mm (225)) 

16HTSSOP 
16 管脚塑料 HTSSOP 

   

(1.5)

0.9±0.2

0.20±0.10

(0
.4

)
(2

.7
)

(0
.5

)

(1.8)

(0.1)

(2.5)5.2±0.2

5.
5±

0.
3

6.4±0.3

0.
65

±
0.

1
0.

20
±

0.
10

16

9

1

8

Remark  (  ) : Reference value

P 封装代码 :  G, GR 
SOT 编号 :   

P 封装代码 : GR 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  GR 
SOT 编号 :   

detail of lead end

5˚± 5˚

14 8

1 7

5.40 MAX.

0.10

6.2±0.3

4.4

0.5±0.2

0.9

0.15+0.10
–0.05

0.30+0.10
–0.05

1.8 MAX.

1.44

0.75 MAX.

0.125±0.075

0.10 M

0.65

detail of lead end

3˚+7˚
–3˚

6.55±0.2

4.38±0.1

0.6±0.2

1.1±0.16

0.15+0.10
–0.05

0.10

1.49

1.42 MAX.

0.1±0.1

1.59+0.21
–0.20

0.4+0.10
–0.05 0.10 M

1.27

10.2±0.26
1 7

14 8

 

2.0±0.1

2.
0±

0.
1

(Bottom View)

0.23±0.1

0.
94

±
0.

1

0.94±0.1

0.
23

+
0.

07
–0

.0
5

0.
11

 M
IN

.

A
A

(C 0.17) 0.50±0.06

0.37+0.03
–0.05

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

2.5±0.05

2.
5±

0.
05

(Bottom View)

0.50

1.
44

0.
15

0.4 MAX.

0.15

0.
23

±
0.

05

0.23±0.05 1.44

3.0±0.1

3.
0±

0.
1

0.75±0.1

(Bottom View)

0.5±0.06

1.0

1.
55

±
0.

1
0.

4±
0.

1

0.9 0.4

0.
9

0.
4

Dimensions of pin No.1 indication

0.
5±

0.
06

1.
0

0.4±0.1

0.24+0.07
–0.05

1.55±0.1 0.4±0.1

0.
4±

0.
1
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(单位 : mm) (6/10) 
16QFN (T5T) 

16 管脚塑料 QFN (T5T) 
16QFN (T6C) 

16 管脚塑料 QFN (T6C) 
16QFN (T6S) 

16 管脚塑料 QFN (T6S) 

 

C0.2

0.2±0.07

(1.6)

(Bottom View)(Top View)

3.
0±

0.
1

3.0±0.1

0.75±0.1

0.
5±

0.
06

(Side View)

(1
.6

)

3.
0±

0.
1

3.0±0.1

0.4±0.1

Remark  (  ) : Reference value  

  

P 封装代码 :  T5T 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6C 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T6S 
SOT 编号 :   

16SSOP 
16 管脚塑料 SSOP (5.72 mm (225)) 

16TSON 
16 管脚塑料 TSON 

20QFN (0.4) 
20 管脚塑料 QFN (0.4 mm pitch) 

  

3.3±0.1

2.
3±

0.
1

2.
5±

0.
15

0.4±0.050.16±0.05

3.5±0.15

0.
6 

M
A

X
.

(Bottom View)

(1
.1

)

(1
.6

)
(0

.4
5)

(2.2)(0.55)

Remark  (  ) : Reference value

 

P 封装代码 :  GR 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5A 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  K 
SOT 编号 :   

20QFN (0.5) 
20 管脚塑料 QFN (0.5 mm pitch) 

20QFN (0.5) (T7G) 
20 管脚塑料 QFN (0.5 mm pitch) (T7G) 

20RQFN (T5R) 
20 管脚塑料 RQFN (T5R) 

 

(Bottom View)

2.
7±

0.
1

0.5±0.1

2.7±0.1

4±0.1

4±
0.

1

0.35±0.075

Pin 1

1.720.15

0.
08

 M
IN

.

A
A

1.
72 0.

15

(Top View) (Side View)

Remark  A>0

0.57+0.03
–0.05

0.
2+

0.
07

–0
.0

5

 

 

P 封装代码 :  K 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T7G 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5R 
SOT 编号 :   

2.45±0.1

1.
45

±
0.

1
0.

3±
0.

1

0.23+0.07
–0.05 0.50±0.06

3.5+0.075
–0.1    

2.
5+

0.
07

5
–0

.1
   

 

(Bottom View)(Top View) (Side View)

0.55±0.05

(Bottom View)

4.15±0.15

3.80±0.1

4.
15

±
0.

15

3.
80

±
0.

1

Pin 1

0.6 MAX.

0.
6 

M
A

X
.

0.50

1.9

1.
9

0.
20

Pin 1

0.45

0.9±0.1

Pin 1 Identifier

Pin 1 Identifier

(Top View) (Side View)

0.
45

+
0.

2
–0

.1

0.23+0.07
–0.05

0.01+0.04
–0.01

 

3.
2±

0.
2

3.
0±

0.
2

4.2±0.2

4.0±0.2

0.
9 

M
A

X
.

3.
2±

0.
2

4.2±0.2

4.0±0.2

3.
0±

0.
2

Pin 1

Pin 20

0.18±0.05

0.4

0.30±0.15

(Bottom View)
0.

14
+

0.
10

–0
.0

5

detail of lead end

5˚± 5˚

16 9

1 8

5.2±0.3

6.4±0.2

4.4±0.2

0.5±0.2

1.0±0.2

0.17+0.08
–0.07

0.10  S

1.8 MAX.

1.5±0.1

0.475 MAX.

S

0.22+0.10
–0.05

0.125±0.075

0.10 M

0.65

 

C0.2

0.2±0.07

(1.6)

(Bottom View)(Top View)

3.
0±

0.
1

3.0±0.1

0.75±0.1

0.
5±

0.
06

(Side View)

(1
.6

)

3.
0±

0.
1

3.0±0.1

0.4±0.1

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

AA
0.08 MIN.16-0.23±0.05

1.7±0.05

(Bottom View)(Top View)

3.
0±

0.
1

3.0±0.1

0.75±0.1

0.
5±

0.
05

(Side View)

1.
7±

0.
05

16-0.32±0.1
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(单位 : mm) (7/10) 
20TQFN (T6E) 

20 管脚塑料 TQFN (T6E) 
20LGA 

20 管脚 LGA (CSP 型) 
20SOP 

20 管脚塑料 SOP (7.62 mm (300)) 

    

P 封装代码 :  T6E 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5E 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  GS 
SOT 编号 :   

20SSOP 
20 管脚塑料 SSOP (5.72 mm (225)) 

24QFN 
24 管脚塑料 QFN 

28QFN 
28 管脚塑料 QFN 

    

P 封装代码 :  GR 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  K 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  K 
SOT 编号 :   

28QFN (T7A) 
28 管脚塑料 QFN (T7A) 

30SSOP 
30 管脚塑料 SSOP (7.62 mm (300)) 

32QFN (T5S) 
32 管脚塑料 QFN (T5S) 

5.0±0.1

5.
0±

0.
1

(Bottom View)

0.72±0.05

3.02±0.1

0.
4±

0.
05

0.
5

3.
02

±
0.

1

0.5

0.2±0.05
0.08 MIN.

(C0.2)

(Top View) (Side View)

(Dimensions of Each Pin Part)

0.
2±

0.
05

A
A

0.
08

 M
IN

.

0.4±0.05

(0.325)

Pin1

Remark  A>0

                 (  ) : Reference value

 

  

Laser Marked Index

5.0±0.1

5.
0±

0.
1

(Bottom View)(Side View)(Top View)

(Side View)

(0.21)

0.
85

 M
A

X
.

(0
.7

5)

(0.20)

0.
16

±
0.

05
0.

76
±

0.
1 (0.865) (1.1)0.4

(1.75)

(1
.7

5)

1221

Remark  (  ) : Reference value

P 封装代码 :  T7A 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  GS 
SOT 编号 :   

P 封装代码 :  T5S 
SOT 编号 :   

30 16

9.85±0.26

1 15

6.1±0.2

8.1±0.2

0.5±0.2

1.0±0.2

0.15+0.10
–0.05

0.51 MAX.

2.0 MAX.

1.7±0.1

0.125±0.075

0.3±0.1

0.65

0.10 M

0.10

detail of lead end

3˚+7˚
–3˚

5.
1±

0.
2

Pin 28

Pin 1

5.
1±

0.
2

4.
7±

0.
2

5.5±0.2

5.1±0.2

4.
7±

0.
2

1.
0 

M
A

X
.5.5±0.2

5.1±0.2

0.
14

+
0.

10
–0

.0
5

0.55±0.200.24±0.05

(Bottom View)

0.5

0.
6

0.
5

0.
5

0.
6

4.
2±

0.
2

4.
0±

0.
2

5.2±0.2

Pin 24

5.0±0.2

0.22±0.05 0.45±0.15

0.5

(Bottom View)

1.
0 

M
A

X
.

Pin 1

0.
14

+
0.

10
–0

.0
5

5.2±0.2

5.0±0.2

4.
0±

0.
2

4.
2±

0.
2

detail of lead end

3˚+7˚
–3˚

0.5±0.2

0.15+0.10
–0.05

6.4±0.2

4.4±0.1
1.0±0.2

1.8 MAX.

1.5±0.1

0.1±0.1

0.22+0.10
–0.05

0.575 MAX.
0.10 M

0.65 0.15

20 11

1 10

6.7±0.3

 

detail of lead end

3˚+7˚
–3˚

7.7±0.3

5.6±0.2

0.6±0.2

1.1

0.20+0.10
–0.05

1.55±0.1

0.78 MAX.

0.1±0.1

1.8 MAX.

0.4±0.1 0.12 M

1.27
0.10

12.7±0.3

1 10

20 11

3±0.1

3±
0.

1

0.6 MAX.

0+0.1  
–0     

(Bottom View)

(2.4)

0.3±0.05(0.5)

(0
.5

)
0.

3±
0.

05

0.
3±

0.
05

0.
3±

0.
05

(2
.4

)

1.
0

1.
0

1.
1

1.
1

0.3±0.05 0.3±0.05

Pin 1

Pin 20

Remark   (  ) : Reference value    
        : Hollow hole

        : Solder resist

0+
0.

03
–0

   
  

Detail

3.5±0.1

3.
5±

0.
1

(Bottom View)

0.57+0.03
–0.05

0.5±0.06

0.
18

0.18

2.
2±

0.
1

2.2±0.1

1.
48

5

1.485

20
-0

.2
5+

0.
07

–0
.0

5

20
-0

.3
5±

0.
1



 39

(单位 : mm) (8/10) 
36QFN 

36 管脚塑料 QFN 
44QFN 

44 管脚塑料 QFN 
75 

75 

     

 

P 封装代码 :  K 
SOT 编号 :  

P 封装代码 :  K 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  75 
SOT 编号 :   

77 
77 

79A 
79A 

83A, 83B 
83A, 83B 

   

NE 封装代码 :  77 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  79A 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  83A/83B 
SOT 编号 :   

84, 84A, 84C 
84, 84A, 84C 

95 
95 

96/99 
96/99 

    

NE 封装代码 :  84/84A/84C 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  95 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  96/99 
SOT 编号 :   

1.88±0.3

0.
5±

0.
1

1.
88

±
0.

3

4.
0 

M
IN

.

4.
0 

M
IN

.

4

2

3

4.0 MIN.4.0 MIN.

1

1.0±0.1

1.
45

 M
A

X
.

0.
1+

0.
07

–0
.0

3

0.
9±

0.
2

0.
2±

0.
1

0.4±0.15

5.7 MAX.

5.
7 

M
A

X
.

0.
6±

0.
15

0.
8±

0.
15

4.
4 

M
A

X
.

4.2 MAX.

Source

Gate Drain

(Bottom View)

3.6±0.2

1.5±0.2

1.
2 

M
A

X
.

0.8 MAX.

1.
0 

M
A

X
.

Source

Gate Drain

17.5±0.5
14.3

SOURCE
GATE

1.0±0.1

6.
35

±
0.

4

4.0 MIN. BOTH
LEADSDRAIN

R1.25, 2 PLACES

2.
5

8.9±0.4

3.
8 

M
A

X
.

1.
0

0.2 MAX.

2.
26

±
0.

4 0.
1+

0.
06

–0
.0

2

 

6.0±0.2

0.
1

1.
20.
2 

M
A

X
.

1.
7±

0.
15

5.
0 

M
A

X
.

4.0 MIN. BOTH LEADS
SOURCE

GATE

DRAIN

0.6±0.1

5.2±0.3

11.0±0.3

15.0±0.3

1.0±0.1

4.
3±

0.
2

4.
0

  2.2±0.3
2 PLACES
φ

(−SL) 1.7MIN.

(−T1) 1.0±0.2
L

1.
7 

M
A

X
.

0.
1

L

1.78±0.2

1.
78

±
0.

2

0.5 TYP.

L

42

3

1

0.
5 

T
Y

P
.

 

7.2±0.2

4.
5 

M
A

X
.

0.
1

0.
2 

M
A

X
.2.

1±
0.

15

1.
0

14.0±0.3

5.
9±

0.
2

4.
0 

M
IN

.

0.7±0.1

GATE

2.5±0.3 DIA

SOURCE

18.5 MAX.

DRAIN

2.
3

1.
13

0.
9 

M
A

X
.

GATE

DRAIN

0.5

SOURCE

2.
7

3.
0 

M
IN

.

2.
3

9.8 MAX.

2.7

7.0

1.8φ

6.
2±

0.
2

6.
0±

0.
2

6.2±0.2

6.0±0.2

44 Pin

1 Pin

6.
2±

0.
2

6.
0±

0.
2

6.2±0.2
6.0±0.2

1.
0M

A
X

.

0.
14

+
0.

10
–0

.0
5

0.18±0.05 0.55±0.2
(Bottom View)

0.4

6.
2±

0.
2

6.
0±

0.
2

0.22±0.05 0.55±0.2

0.5

(Bottom View)

6.2±0.2
6.0±0.2

1.
0M

A
X

.

0.
14

+
0.

10
–0

.0
5

6.
2±

0.
2

6.
0±

0.
2

6.2±0.2

6.0±0.2

36 Pin

1 Pin
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(单位 : mm) (9/10) 
S01 

S01 
S02, S03 

S02, S03 
T-86M 

T-86M 

  

   

 

NE 封装代码 :  S01 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  S02/S03 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :   
SOT 编号 :   

T-91M (3M) 
T-91M (3M) 

T-92M 
T-92M 

T-97M (3P) 
T-97M (3P) 

   

NE 封装代码 :  3M 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :   
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  3P 
SOT 编号 :   

T-101M (3S) 
T-101M (3S) 

T-142M  
T-142M 

TO-92 
TO-92 

    

NE 封装代码 :  3S 
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :   
SOT 编号 :   

NE 封装代码 :  32 
TO 编号 :  TO-92 

3.3±0.15φ

5.
84

±
0.

25

13
.8

±
0.

35

3.5±0.2

14.27±0.15

(2.865)

20.22±0.15

8.54±0.2 4.
2±

0.
4

0.
15

±
0.

05

2.
04

±
0.

15

1.
8±

0.
3

1

2

3

 

9.
85

19
.8

27.9

34.0

20.7

12.7

Drain

Source

Gate
4–C1.5

3.
25

4.
4

1.
3

1.
69

0.
154.0±0.3 1.4±0.3

30.4±0.25

S

8.
0±

0.
2

0.
6±

0.
3

17
.4

±
0.

15
9.7±0.2

35.2±0.25

23.9±0.3

2.
6±

0.
3

S

4–R1.3

4–C1.5

D1 D2

G1 G2

45˚

2.
4±

0.
2

5.
7 

M
A

X
.

2.
1±

0.
3

2.
7 

M
IN

.
2.

7 
M

IN
.

5.2 MAX.

1.27

1 2 3

5.
5 

M
A

X
.

4.
2 

M
A

X
.

1.
77

 M
A

X
.

12
.7

 M
IN

.0.5

2.54

2.
4±

0.
2 5.
7 

M
A

X
.

2.
1±

0.
3

20.4±0.25

24.0±0.25

16.0±0.3

1.4±0.3

4.0±0.3

2.
6±

0.
3 2.

7 
M

IN
.

2.
7 

M
IN

.

4–R1.3

4–C1.5

S S

D

G

8.
0±

0.
2

17
.4

±
0.

15

0.
6±

0.
38.48±0.2

35.56±0.15

41.15±0.15

31.2±0.2

S

2–R1.6±0.3

4–C1.5±0.3

G1 G2

D1 D2

2.
13

±
0.

15

5.
0±

0.
4

1.
8±

0.
3

16
.5

1±
0.

35

0.
15

±
0.

05
10

.1
6±

0.
25

        S : Source
D1, D2 : Drain
G1, G2 : Gate

PIN CONNECTION

 

5.
7±

0.
2

11
.4

±
0.

2

4.6±0.2

14.5±0.3

24.5±0.25

4-C1.0

4-R1.2

3.2±0.3 0.9±0.3

2.
4±

0.
3

S S

2.
4±

0.
2

4.
9 

M
A

X
.

20.9±0.3

3.
7 

M
IN

.
3.

7 
M

IN
.

D2D1

G2G1

45˚

0.
6±

0.
3

2.
1±

0.
3

0.
5 

T
Y

P
.

2.
0±

0.
2

4

0.65 TYP.

3

2

1

2.0±0.2

2.0±0.2

1.9±0.2
1.6

4.0±0.2

0.
12

5±
0.

05

1.
5 

M
A

X
.

(Top View)

(Side View)

(Bottom View)

0.
5 

T
Y

P
.

2.
6±

0.
1

0.65 TYP.

3.2±0.2

1

2

3

4

2.2±0.2

3.2±0.2

1.7
1.

5 
M

A
X

.

0.
15

±
0.

05

3

4

1

2

2.2±0.2

2.
2±

0.
2
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(单位 : mm) (10/10) 
7 管脚特制 

7 管脚特制，带散热片 
  

   

NE 封装代码 :   
SOT 编号 :   

  

   

   

   

   

   

   

27.5 MAX.

38.1±0.25

45.08 MAX.

4.
0±

0.
25

8.
1 

M
A

X
.

3.
2 

M
A

X
.

14
.8

5 
M

A
X

.

0.51±0.05

12
.9

 M
A

X
.

21
.5

 M
A

X
.

4.
19

±
0.

13

6-32UNC2B

1 2 3 7 8 95

19.05±0.38

2.54±0.38

0.51±0.05

2.
62

±
0.

35 10
.7

5±
0.

25

4.25+0.25
–0.35

±0.05
0.38..  A

2.5
6.3

2.54±0.25

25.4±0.25

A

φ
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5. 封装，特性对照表 (分立产品) 

5.1 硅双结晶体管，SiGe HBT 

晶体管族表 (1/2) 

  2SC No.   工艺fT 
(GHz) 

IC 
(mA) 

3-管脚电源 

小型模 
 

(SOT-89) 
34 

3-管脚小型模 
 
 

(SOT-23) 
33 

3-管脚超级小型模 
 
 

(SOT-323) 
30 

3-管脚顶级小型模 
(1608) 

 
(SC-75) 

19 

3-管脚无引脚

小型模 
(1005) 

 
M13 

 

模尺寸 (mm) 4.52.5 2.91.5 2.01.25 1.60.8 1.00.5  

封装尺寸 (mm) 4.54.0 2.92.8 2.02.1 1.61.6 1.00.7  

高度 (mm) 1.5 1.3 0.9 0.75 0.5  

5.0 60   4571 5004  硅 

5.3 250 4536      

5.5 30   4570 5005   

6.0 150 4703      

7.0 100*1 3357 3356 4226 5006   

        

9.0 65  3583 4227 5007   

10.0 35  3585 4228 5008   

 100     5801  

11.0 100   NE202930    

12.0 30    5010   

 100       

14.0 30       

14.5 50       

15.5 10    5181   

 30    5186 5618  

18.0 150       

 300       

20.0 35     5787  

25.0 12       

 35    5606   

 100       

 500       

10.0 100    NESG210719  SiGe

 400 NESG240034 NESG240033     

 500 NESG250134      

12.0 200 NESG220034 NESG220033     

14.0 600 NESG260234      

15.0 750 NESG270034      

15.5 100  NESG210833     

18.0 40    NESG204619   

25.0 35       

        

        

        

 100       

*1 较低行的产品是特性得到改善的版本。 
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晶体管族表  (2/2) 

2SC No. fT 
(GHz) 

IC 
(mA) 4-管脚电源

小型模 
 

(SOT-89) 
M02 

4-管脚  
小型模 

 
(SOT-143) 

39 

4-管脚超级 
小型模 

 
(SOT-343) 

18 

扁平引脚 4-管脚

薄型 
顶级小型模 

 
M04 

扁平引脚 4-管脚

薄型 
顶级小型模 

 
M05 

4-管脚无引脚 
小型模 
(1208) 

 
M14 

6-管脚超级 
小型模 

 
(SOT-363) 

M01 

6-管脚无引脚

小型模 
(1208) 

 
M16 

工艺

模尺寸 (mm)  2.91.5 2.01.25 2.01.25 2.01.25 1.20.8 2.01.25 1.20.8 

封装尺寸 (mm)  2.92.8 2.02.1 2.02.05 2.02.05 1.21.0 2.02.1 1.21.0 

高度 (mm)  1.3 0.9 0.59 0.59 0.5 0.9 0.5 

 

5.0 60         

5.3 250 5337        

5.5 30         

6.0 150 5338        

7.0 100*1 5336 4093 5011      

          

9.0 65  4094 5012      

10.0 35  4095 5013      

 100         

11.0 100         

12.0 30  4957 5015      

 100  5455 5752 5753     

14.0 30       5369  

14.5 50  5454 5750 5751     

15.5 10   5180      

 30   5185      

18.0 150  5288       

 300  5289       

20.0 35         

25.0 12    5507 NE661M05    

 35    5508    5704 

 100    5509     

 500    5754     

硅 

10.0 100         

 400         

 500         

12.0 200         

14.0 600         

15.0 750         

15.5 100         

18.0 40         

25.0 35     NESG2021M05 NESG3031M14  NESG2021M16

      NESG2031M05 NESG3032M14  NESG2031M16

      NESG3031M05 NESG3033M14   

       NESG4030M14   

 100     NESG2101M05   NESG2101M16

SiGe

*1 较低行的产品是特性得到改善的产品。 
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5.2 双晶体管 

 

用于寻呼机 用于 VCO 用于移动通讯 用于 VCO 

B1 B2 E2

C1 E1 C2

Q1 Q2

 

B1 E1 E2

C1 B2 C2

Q1 Q2

 

B1 E2 B2

C1 E1 C2

Q1 Q2

 

同一晶片 不同晶片 

2SC No. 器件编号 2SC No. 
(2)

 

器件编号 2SC No. 
(2)

 

器件编号 2SC No.
(2)

 

器件编号 

Q1 Q2 

PA800T 5008 PA811T 5008      

PA801T 4226 PA810T 4226      

PA802T 5007 PA812T 5007      

  PA813T 4570      

PA804T 5004        

PA806T 5010        

PA807T 5181        

PA808T 5186   PA828TD 5186    

      PA831TD 5006 5007 

      PA860TD 5010 5787 

      PA861TD 5186 5787 

PA873TD 5801   PA895TD 5801 PA862TD 5010 5801 

      PA863TD 5186 5801 

      PA869TD NESG204619 5801 

备注 模尺寸 

T 型 : 2.0  1.25  0.9 (mm) 

TD 型 : 1.2  0.8  0.5 (mm) 

 

 

  



 45

5.3 功率晶体管 (用于移动和便携式无线电台) 

 

输出功率 频率 

0.1 W 或更高 1 W 或更高 10 W 或更高 

~1 GHz NE552R679A 

NESG250134 

NESG260234 

NESG270034 

NE5511279A 

NE55410GR 

NEM090303M-28 

NEM090603M-28 

NEM090853P-28 

NEM091203P-28  

NEM091803S-28 

1 GHz~2 GHz 2SC5288 

2SC5289 

2SC5750 

2SC5751 

2SC5752 

2SC5753 

2SC5754 

NE5500179A 

NE5500134 

NE5500234 

NE5500434 

NE5500479A 

NE5510279A 

NE5520279A 

NE5520379A 

 

 

2 GHz 或更高 NE552R479A 

NESG2101M05 
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6. 标记/器件编号 

6.1 小型封装高频IC上的IC标记与器件编号 

 

  (1/2) 

器件编号 标记 器件编号 标记 器件编号 标记 

PB1511TB C2Z PC8172TB C3A PG2012TB G3A 

PC1688G C1C PC8172TK 6A PG2012TK G3H 

PC2708TB C1D PC8178TB C3B PG2015TB G3J 

PC2709T C1E PC8178TK 6B PG2022T5G G4H 

PC2709TB C1E PC8179TB C3C PG2022TB G3L 

PC2710TB C1F PC8179TK 6C PG2030TB G3P 

PC2711TB C1G PC8181TB C3E PG2030TK G3R 

PC2712TB C1H PC8182TB C3F PG2106TB G1V 

PC2745TB C1Q PC8187TB C3G PG2110TB G1Y 

PC2746TB C1R PC8204TK 6E PG2126TB G2K 

PC2747TB C1S PC8211TK 6G PG2128TB G2M 

PC2748TB C1T PC8226TK 6H PG2130TB G2P 

PC2749TB C1U PC8231TK 6K PG2131T5D G3V 

PC2756TB C1W PC8232T5N 6L PG2133T5B G2X 

PC2757TB C1X PC8233TK 6P PG2134TB G3B 

PC2758TB C1Y PC8236T6N 6S PG2135TK G3C 

PC2762TB C1Z PC8240T6N C3T PG2140T5D G4A 

PC2763TB C2A PD5710TK C3L PG2141T5B G4E 

PC2771TB C2H PD5713TK C3Q PG2151T5K G1 

PC2776TB C2L PD5729T6J 6R PG2151TK G4N 

PC3215TB C3H PD5738T6N C3X PG2155TB G4R 

PC3223TB C3J PD5740T6N C3U PG2156TB G4V 

PC3224TB C3K PD5741T6J 6T PG2158T5K G2 

PC3225TB C3M PD5742T6J 6V PG2159T5K G3 

PC3226TB C3N PD5747T6J 6X PG2159T6R G7 

PC3227TB C3P PG152TA G1B PG2160T5K G4 

PC3232TB C3S PG153TB G1J PG2162T5N G5A 

PC3237TK 6N PG154TB G1K PG2163T5N G4X 

PC8106TB C2D PG155TB G1L PG2164T5N G5B 

PC8109TB C2G PG158TB G1M PG2176T5N G4Y 

PC8112TB C2K PG168TB G2T PG2179TB G4C 

PC8119T C2M PG2006TB G2J PG2185T5K G6 

PC8120T C2N PG2008TB G3D PG2185T6R G8 

PC8128TB C2P PG2008TK G2R PG2214TB G4J 

PC8151TB C2U PG2009TB G2U PG2214TK G4K 

PC8163TB C2Y PG2010TB G2Y PG2250T5N G5C 
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  (2/2) 

器件编号 标记 器件编号 标记 器件编号 标记 

PG2304TK G3F PG2406TB G5L PG2411T7C G6G 

PG2310TK G4W PG2406TK G5K PG2413T6Z G6F 

PG2314T5N G5D PG2408TB G5P PG2415TK G6D 

PG2318T5N G5G PG2408TK G5X PG2415T6X G6E 

PG2404T6Q G5H PG2409T6X G5R PG2418TB G6H 

PG2405T6Q G5M PG2409TB G5T PG2419T6R GA 

PG2406T6R G9 PG2411T6R GC PG2422TK G6J 

备注 大体上，每个器件编号都有一个标记（但请注意，带 TK 封装代码的产品有些例外。因此请务必使用上表确认器件

编号和标记)。此标记用于表示器件编号，无其他含义。它最多由三个字母组成，不含器件编号，因为小型模封装太

小，无法标记三个以上字母。当器件编号具有多个尺寸封装时，大体上器件编号具有多个封装代码，但只有一个标

记（带 TK 封装代码的产品有些例外)。 

 

小型封装的封装代码 (P 器件编号前缀) 

 

在 1990 年之前发布的产品 
在 1990 年与 1996 年 4 月之间

发布的产品 
在 1996 年 4 月之后发布的产品 

小型模 : TA 

超级小型模 : TB 

扁平引线薄型顶级小型模 : TC 

薄型超级小型模 : TF 

无引脚模 (1511) : TK 

14 管脚 LGA (CSP-型) : T5D  

仅限“G” 仅限“T” 

等 

备注 2SC 和 3SK 没有封装编码。 
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6.2 分立器件等级、标记和规格列表 (包括：小型模、S01、75、79A、84C封装产品)   

 

双栅 MES/MOS FET 

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

3SK222 (NE92039) V21 VBA V21 IDSX (mA) 0.01 3 

3SK222 (NE92039) V22 VBB V22 IDSX (mA) 1 8 

3SK254 (NE93218)  U1E/Y1E U1E IDSX (mA) 0.1 5 

3SK255 (NE93318)  U1G/Y1G U1G IDSX (mA) 0.5 7 

3SK299 (NE25118) U71  U71 IDSS (mA) 5 15 

3SK299 (NE25118) U72  U72 IDSS (mA) 10 25 

3SK299 (NE25118) U73  U73 IDSS (mA) 20 35 

3SK299 (NE25118) U74  U74 IDSS (mA) 30 40 
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低噪声双结晶体管 (1/4)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

2SA1977 (NE97733)  FB T92 hFE 20 100 

2SA1978 (NE97833)  FB T93 hFE 20 100 

2SC2570A (NE02132) E  E hFE 40 200 

2SC3355 (NE85632) K  K hFE 50 300 

2SC3356 (NE85633) R23 Q R23 hFE 50 100 

2SC3356 (NE85633) R24 R R24 hFE 80 160 

2SC3356 (NE85633) R25 S R25 hFE 125 250 

2SC3357 (NE85634) RE  RE hFE 125 250 

2SC3357 (NE85634) RF  RF hFE 80 160 

2SC3357 (NE85634) RH  RH hFE 50 100 

2SC3582 (NE68132) K  K hFE 50 250 

2SC3583 (NE68133) R33 Q R33 hFE 50 100 

2SC3583 (NE68133) R34 R R34 hFE 80 160 

2SC3583 (NE68133) R35 S R35 hFE 125 250 

2SC3585 (NE68033) R43 Q R43 hFE 50 100 

2SC3585 (NE68033) R44 R R44 hFE 80 160 

2SC3585 (NE68033) R45 S R45 hFE 125 250 

2SC4093 (NE85639E) R26 RBF R26 hFE 50 100 

2SC4093 (NE85639E) R27 RBG R27 hFE 80 160 

2SC4093 (NE85639E) R28 RBH R28 hFE 125 250 

2SC4094 (NE68139E) R36 RCF R36 hFE 50 100 

2SC4094 (NE68139E) R37 RCG R37 hFE 80 160 

2SC4094 (NE68139E) R38 RCH R38 hFE 125 250 

2SC4095 (NE68039E) R46 RDF R46 hFE 50 100 

2SC4095 (NE68039E) R47 RDG R47 hFE 80 160 

2SC4095 (NE68039E) R48 RDH R48 hFE 125 250 

2SC4226 (NE85630) R23  R23 hFE 40 80 

2SC4226 (NE85630) R24  R24 hFE 70 140 

2SC4226 (NE85630) R25  R25 hFE 125 250 

2SC4227 (NE68130) R33  R33 hFE 40 90 

2SC4227 (NE68130) R34  R34 hFE 70 150 

2SC4227 (NE68130) R35  R35 hFE 110 240 

2SC4228 (NE68030) R43  R43 hFE 50 100 

2SC4228 (NE68030) R44  R44 hFE 80 160 

2SC4228 (NE68030) R45  R45 hFE 125 250 

2SC4536 (NE46134) QR  QR hFE 60 120 
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低噪声双结晶体管 (2/4)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

2SC4536 (NE46134) QS  QS hFE 100 200 

2SC4570 (NE58130) T72  T72 hFE 40 80 

2SC4570 (NE58130) T73  T73 hFE 60 120 

2SC4570 (NE58130) T74  T74 hFE 100 200 

2SC4571 (NE58230) T75  T75 hFE 40 80 

2SC4571 (NE58230) T76  T76 hFE 60 120 

2SC4571 (NE58230) T77  T77 hFE 100 200 

2SC4703 (NE46234) SE  SE hFE 125 250 

2SC4703 (NE46234) SF  SF hFE 80 160 

2SC4703 (NE46234) SH  SH hFE 50 100 

2SC4957 (NE68539E) T83  T83 hFE 75 150 

2SC5004 (NE58219)  FB/YFB 77 hFE 60 120 

2SC5005 (NE58119)  FB/YFB 73 hFE 60 120 

2SC5006 (NE85619)  FB/YFB 24 hFE 80 160 

2SC5007 (NE68119)  FB/YFB 34 hFE 80 160 

2SC5008 (NE68019)  FB/YFB 44 hFE 80 160 

2SC5010 (NE68519)  FB/YFB 83 hFE 75 150 

2SC5011 (NE85618)  EB/YEB R26 hFE 50 100 

2SC5011 (NE85618)  FB/YFB R27 hFE 80 160 

2SC5011 (NE85618)  GB/YGB R28 hFE 125 250 

2SC5012 (NE68118)  EB/YEB R36 hFE 50 100 

2SC5012 (NE68118)  FB/YFB R37 hFE 80 160 

2SC5012 (NE68118)  GB/YGB R38 hFE 125 250 

2SC5013 (NE68018)  EB/YEB R46 hFE 50 100 

2SC5013 (NE68018)  FB/YFB R47 hFE 80 160 

2SC5013 (NE68018)  GB/YGB R48 hFE 125 250 

2SC5015 (NE68518)  KB/YKB T83 hFE 75 150 

2SC5180 (NE68618)  FB/YFB T84 hFE 70 140 

2SC5181 (NE68619)  FB/YFB 84 hFE 70 140 

2SC5185 (NE68718)  FB/YFB T86 hFE 70 140 

2SC5186 (NE68719)  FB/YFB 86 hFE 70 140 

2SC5191 (NE68833)  FB T88 hFE 80 160 

2SC5192 (NE68839)  FB T88 hFE 80 160 

2SC5193 (NE68830)  FB T88 hFE 80 160 

2SC5194 (NE68818)  FB T88 hFE 80 160 

2SC5195 (NE68819)  FB/YFB 88 hFE 80 160 
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低噪声双结晶体管 (3/4)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

2SC5336 (NE856M02)  RE RE hFE 125 250 

2SC5336 (NE856M02)  RF RF hFE 80 160 

2SC5336 (NE856M02)  RH RH hFE 50 100 

2SC5337 (NE461M02)  QQ QQ hFE 40 80 

2SC5337 (NE461M02)  QR QR hFE 60 120 

2SC5337 (NE461M02)  QS QS hFE 100 200 

2SC5338 (NE462M02)  SE SE hFE 125 250 

2SC5338 (NE462M02)  SF SF hFE 80 160 

2SC5338 (NE462M02)  SH SH hFE 50 100 

2SC5369 (NE696M01)  FB/YFB T95 hFE 80 160 

2SC5431 (NE582M03)  EB/YEB TA hFE 60 90 

2SC5431 (NE582M03)  FB/YFB TB hFE 80 120 

2SC5432 (NE856M03)  EB/YEB TC hFE 80 110 

2SC5432 (NE856M03)  FB/YFB TD hFE 100 145 

2SC5433 (NE681M03)  EB/YEB TE hFE 80 110 

2SC5433 (NE681M03)  FB/YFB TF hFE 100 145 

2SC5434 (NE680M03)  EB TH hFE 80 110 

2SC5434 (NE680M03)  FB TJ hFE 100 145 

2SC5435 (NE685M03)  EB/YEB TK hFE 75 110 

2SC5435 (NE685M03)  FB/YFB TL hFE 95 140 

2SC5436 (NE687M03)  EB/YEB TN hFE 75 100 

2SC5436 (NE687M03)  FB/YFB TP hFE 90 130 

2SC5437 (NE688M03)  EB TS hFE 80 110 

2SC5437 (NE688M03)  FB TT hFE 100 145 

2SC5454 (NE67739)  FB R54 hFE 75 150 

2SC5455 (NE67839)  FB R55 hFE 75 150 

2SC5507 (NE661M04)  FB/YFB T78 hFE 50 100 

2SC5508 (NE662M04)  FB/YFB T79 hFE 50 100 

2SC5509 (NE663M04)  FB/YFB T80 hFE 50 100 

2SC5606 (NE66219)  FB/YFB UA hFE 60 100 

2SC5614 (NE856M13)  EB/YEB C1 hFE 80 110 

2SC5614 (NE856M13)  FB/YFB C2 hFE 100 145 

2SC5615 (NE681M13)  EB/YEB D1 hFE 80 110 

2SC5615 (NE681M13)  FB D2 hFE 100 145 

2SC5617 (NE685M13)  EB Y1 hFE 75 110 

2SC5617 (NE685M13)  FB Y2 hFE 95 140 
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低噪声双结晶体管 (4/4)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

2SC5618 (NE687M13)  EB/YEB W1 hFE 70 100 

2SC5618 (NE687M13)  FB/YFB W2 hFE 90 130 

2SC5667 (NE66719)  FB/YFB UB hFE 50 100 

2SC5668 (NE667M03)  FB/YFB UB hFE 50 100 

2SC5674 (NE667M13)  FB/YFB C5 hFE 50 100 

2SC5676 (NE863M03)  FB/YFB UC hFE 100 160 

2SC5677 (NE863M13)  FB D5 hFE 100 160 

2SC5704 (NE662M16)  FB/YFB zC hFE 50 100 

2SC5741  FB TX hFE 100 145 

2SC5745 (NE819M03)  FB TY hFE 100 145 

2SC5746 (NE819M13)  FB/YFB Y5 hFE 100 145 

2SC5786 (NE894M03)  FB UE hFE 50 100 

2SC5787 (NE894M13)  FB/YFB B7 hFE 50 100 

2SC5800 (NE851M03)  FB/YFB 80 hFE 100 145 

2SC5801 (NE851M13)  FB/YFB E7 hFE 100 145 

NE202930  YFB R7D hFE 85 205 

NE661M05  FB/YFB T81 hFE 50 100 

NE662M03  FB/YFB UF hFE 60 100 

NE685M33  FB Y2 hFE 75 150 

NE687M33  FB W2 hFE 70 140 

NE851M33  FB E7 hFE 100 145 
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SiGe HBT 

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

2SC5761 (NESG2030M04)  FB/YFB T16 hFE 200 400 

2SC5843 (NESG2030M16)  FB/YFB zD hFE 200 400 

NESG2021M05  FB/YFB T1G hFE 130 260 

NESG2021M16  FB/YFB zE hFE 130 260 

NESG2031M05  FB/YFB T1H hFE 130 260 

NESG2031M16  FB/YFB zF hFE 130 260 

NESG204619  FB T7 hFE 140 220 

NESG2046M33  FB/YFB T7 hFE 140 220 

NESG2101M05  FB T1J hFE 130 260 

NESG2101M16  FB zH hFE 130 260 

NESG210719  FB D7 hFE 140 220 

NESG2107M33  FB D7 hFE 140 220 

NESG250134  FB SN hFE 80 180 

NESG260234  FB SP hFE 80 180 

NESG270034  FB SQ hFE 80 180 

NESG3031M05  FB/YFB T1K hFE 220 380 

NESG3031M14  FB/YFB zJ hFE 220 380 

NESG3032M14  FB/YFB zN hFE 220 380 

NESG3033M14  FB/YFB zL hFE 220 380 

NESG340033  YFB R7E hFE 200 400 

NESG4030M14  FB/YFB zK hFE 270 540 
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双晶体管 (1/2)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

PA800T  KB/YKB RL hFE 80 200 

PA801T  FB/YFB R24 hFE 70 140 

PA801T  GB/YGB R25 hFE 125 250 

PA802T  FB/YFB R34 hFE 70 150 

PA802T  GB/YGB R35 hFE 110 240 

PA803T  FB T73 hFE 60 120 

PA803T  GB T74 hFE 100 200 

PA804T  FB/YFB T76 hFE 60 120 

PA804T  GB/YGB T77 hFE 100 200 

PA805T  KB T82 hFE 75 150 

PA806T  KB/YKB T83 hFE 75 150 

PA807T  KB/YKB T84 hFE 70 140 

PA808T  KB/YKB T86 hFE 70 140 

PA809T  KB T88 hFE 80 160 

PA810T  FB/YFB 24R hFE 70 140 

PA810T  GB/YGB 25R hFE 125 250 

PA811T  FB/YFB 44R hFE 80 160 

PA811T  GB/YGB 45R hFE 125 250 

PA812T  FB/YFB 34R hFE 70 150 

PA812T  GB/YGB 35R hFE 110 240 

PA813T  FB/YFB 73T hFE 60 120 

PA813T  GB/YGB 74T hFE 100 200 

PA814T  KB/YKB 88T hFE 80 160 

PA828TD  FB/YFB kL hFE 70 140 

PA831TD  FB/YFB nC hFE Q1:70, Q2:70 Q1:140, Q2:150 

PA841TD  FB/YFB nQ hFE Q1:75, Q2:100 Q1:150, Q2:160 

PA850TD  FB vF hFE Q1:75, Q2:100 Q1:150, Q2:145 

PA851TD  FB/YFB vH hFE Q1:70, Q2:100 Q1:140, Q2:145 

PA854TD  FB/YFB vL hFE Q1:75, Q2:100 Q1:150, Q2:145 

PA855TD  FB/YFB vN hFE Q1:70, Q2:100 Q1:140, Q2:145 

PA859TD  FB/YFB vT hFE Q1:70, Q2:100 Q1:140, Q2:160 

PA860TD  FB/YFB vV hFE Q1:75, Q2:50 Q1:150, Q2:100 

PA861TD  FB/YFB vX hFE Q1:70, Q2:50 Q1:140, Q2:100 

PA862TD  FB/YFB vY hFE Q1:75, Q2:100 Q1:150, Q2:145 

PA862TS  FB vY hFE Q1:75, Q2:100 Q1:150, Q2:145 

PA863TD  FB/YFB xC hFE Q1:70, Q2:100 Q1:140, Q2:145 
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双晶体管 (2/2)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

PA863TS  FB xC hFE Q1:70, Q2:100 Q1:140, Q2:145 

PA867TS  FB xF hFE Q1:75, Q2:140 Q1:150, Q2:220 

PA868TS  FB xH hFE Q1:70, Q2:140 Q1:140, Q2:220 

PA869TD  FB/YFB xJ hFE Q1:140, Q2:100 Q1:220, Q2:145 

PA869TS  FB xJ hFE Q1:140, Q2:100 Q1:220, Q2:145 

PA872TD  FB cD hFE 100 160 

PA873TC  FB/YFB 3F hFE 100 145 

PA873TD  FB/YFB cP hFE 100 145 

PA873TS  FB cP hFE 100 145 

PA880TS  FB xK hFE 140 220 

PA891TC  FB/YFB 4B hFE 100 160 

PA891TD  FB/YFB kH hFE 100 160 

PA892TC  FB 4C hFE 50 100 

PA892TD  FB kN hFE 50 100 

PA895T5M  FB kP hFE 100 145 

PA895TD  FB/YFB kP hFE 100 145 

PA895TS  FB kP hFE 100 145 
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低噪声 GaAs FET，HBT，HJ-FET 

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

NE3210S01   K    

NE34018  63 V63 IDSS (mA) 30 65 

NE34018  64 V64 IDSS (mA) 60 120 

NE350184C   A IDSS (mA) 15 70 

NE3503M04   V75   

NE3505M04   V76   

NE3508M04   V79 IDSS (mA) 60 120 

NE3509M04   V80 IDSS (mA) 30 60 

NE3509M14   zR IDSS (mA) 30 60 

NE3510M04   V81   

NE3512S02   C   

NE3514S02   D   

NE3515S02   G   

NE3517S03   E   

NE3519M04   V85 IDSS (mA) 30 60 

NE38018  67 V67 IDSS (mA) 40 90 

NE38018  68 V68 IDSS (mA) 70 170 

NE4210S01   L   

NE4211M01   V74   

NE429M01  K V72 IDSS (mA) 20 90 

NE52418   V45   

NE722S01   P   
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功率晶体管，功率 FET 

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

2SC5288 (NE68939)  KB T89 hFE 60  

2SC5289 (NE69039)  KB T90 hFE 60 

2SC5750 (NE67718)  FB/YFB R54 hFE 75 150 

2SC5751 (NE677M04)  FB/YFB R54 hFE 75 150 

2SC5752 (NE67818)  FB/YFB R55 hFE 75 150 

2SC5753 (NE678M04)  FB/YFB R55 hFE 75 150 

2SC5754 (NE664M04)  FB/YFB R57 hFE 40 100 

NE5500134   V1   

NE5500179A   R1   

NE5500234   V2   

NE5500434   V4   

NE5500479A   R4   

NE5510279A   W2   

NE5511279A   W3   

NE5520279A   A2   

NE5520379A   A3   

NE552R479A   AW   

NE552R679A   AU   

NE6500179A   TC   

NE6500379A   TE   

NE650R279A   TA   

NE650R479A   TB   

NE6510179A   TI   

NE6510379A   TJ   

NE651R479A   TH   

NE960R275   R2   

NE960R575   R5   

 
低噪声 MOS FET (低频使用)  

 

器件编号 旧等级 新等级 标记 规格 最小值 最大值 

NE5814M14   zQ    

NE5820M53   B8    
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7. 网站信息 

 

射频和微波器件主页有很多可供查看或下载的文档。请访问我们的网站，网址如下： 

 

射频和微波器件 

 http://www2.renesas.com/microwave/en/ 
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Bluetooth 是属 Bluetooth SIG, Inc., (美国)的注册商标。 

TransferJet 是索尼(Sony)公司的商标。 

ZigBee 是 Koninklijke Philips Electronics N.V.的商标。 
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